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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T3163—2007《真空技术 术语》,与GB/T3163—2007相比,除结构调整和编辑

性改动外,主要技术变化如下:
———更改了本文件的适用范围(见第1章,2007年版的第1章);
———增加了“超清洁真空”“体积速度”“气体温度”等70条术语(见第3章);
———更改了“真空区域”“压力”“未饱和蒸气”等28条术语(见第3章,2007年版的第2章、第3章、

第4章、第5章和第6章);
———删除了“标准环境条件”“标准气体状态”“帕斯卡”等21条术语(见2007年版的第2章、第3

章、第4章、第6章和第7章);
———删除了有关真空干燥和冷冻干燥的术语(见2007年版的第8章);
———删除了有关表面分析技术的术语(见2007年版的第9章);
———更改了“符号”(见第4章,2007年版的附录B);
———删除了附录“在采用国际单位制(SI制)之前使用的压力单位和换算系数”(见2007年版的附

录A)。
本文件修改采用ISO3529-1:2019《真空技术 词汇 第1部分:基础术语》、ISO3529-2:2020《真

空技术 词汇 第2部分:真空泵及相关术语》和ISO3529-3:2014《真空技术 词汇 第3部分:全压

和分压真空计》。
本文件与ISO3529-1:2019、ISO3529-2:2020和ISO3529-3:2014相比,在结构上有较多调整,两

个文件之间的结构编号变化对照一览表见附录A。
本文件与ISO3529-1:2019、ISO3529-2:2020和ISO3529-3:2014相比,存在较多技术差异,在所

涉及的条款外侧页边空白位置用垂直单线(∣)进行了标示,这些技术差异及其原因一览表见附录B。
本文件做了下列编辑性改动:
———为与现有标准协调,将标准名称改为《真空技术 术语》;
———出于使用者易于查询术语来源的考虑,用GB/T40344.1—2021全文替换ISO21360-1:2012;
———增加了附录A(资料性)“本文件与ISO3529-1:2019、ISO3529-2:2020和ISO3529-3:2014结

构编号对照情况”;
———增加了附录B(资料性)“本文件与ISO3529-1:2019、ISO3529-2:2020和ISO3529-3:2014技

术差异及原因”;
———增加了索引,便于引用。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国真空技术标准化技术委员会(SAC/TC18)归口。
本文件起草单位:东北大学、台州职业技术学院、浙江飞越机电有限公司、兰州空间技术物理研究

所、淄博真空设备厂有限公司、北京东方计量测试研究所、合肥工业大学、浙江博亚精密机械有限公司、
沈阳真空技术研究所有限公司、沈阳理工大学、暨南大学、安徽万瑞冷电科技有限公司、中科九微科技有

限公司、兰州真空设备有限公司、泊肃叶科技(沈阳)有限公司、湘潭宏大真空技术股份有限公司、广东欧

莱高新材料股份有限公司、台州瑞晶机电有限公司、中山火炬职业技术学院、南京真空泵厂有限公司、
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北京通嘉宏瑞科技有限公司、北京航空材料研究院股份有限公司、沈阳汇真真空技术有限公司。
本文件主要起草人:刘坤、李得天、巴德纯、张以忱、张宝夫、蒋友荣、黄国普、赵澜、张虎忠、徐法俭、

黄志婷、卢耀文、王旭迪、王晓冬、张世伟、陆学贵、吴晓云、宋青竹、迟小宇、谢元华、赵新颖、杜雪峰、刘彭义、
汪澎、周家屹、邓高飞、石晓强、马强、李成林、陈正伟、黄乐、邹凯、卢宽宽、郭文斌、王丽荣、胡世苓、
冯磊、杜广煜、巴要帅、陈树雷、魏民、郝明、王桂鹏、孟冬辉、张华霞、万旭杰、李松波、曹青、王欢、乔忠路、
王玲玲。

本文件于1982年首次发布,1993年第一次修订,2007年第二次修订,本次为第三次修订。
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真空技术 术语

1 范围

本文件界定了真空技术领域常用的基础术语、真空泵及相关术语、全压和分压真空计术语、真空系

统及有关术语、检漏及有关术语、真空镀膜技术术语、真空冶金术语,及上述术语的定义。
本文件适用于真空技术领域及相关的教学、科研、设计、制造、技术交流,以及编写相关技术文件和

书刊。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 基础术语

3.1.1 一般术语

3.1.1.1
真空 vacuum
低于大气压力或大气分子密度的稀薄气体状态或基于该状态的环境。

3.1.1.2
真空区域 rangesofvacuum
根据一定压力范围对真空各区域进行的划分。
注1:压力范围在选定时会略有差异,广为认可的典型真空度范围见表1。

注2:地面气压取决于天气状况和海拔高度,气压范围从31kPa(珠穆朗玛峰的海拔高度和天气状况为气压低点)

到110kPa(死海的海拔高度和天气状况为气压高点)不等。

表1 典型真空区域

压力范围 定义 划分理由(典型情况)

≥1×102Pa~<大气压

(31kPa~110kPa)
低(粗)真空

压力能通过简单的材料(如普通钢材)和容积

式真空泵获得;气体处于黏性流态

≥1×10-1Pa~<1×102Pa 中真空
压力能通过精密的材料(如不锈钢)和容积式

真空泵获得;气体处于过渡流态

≥1×10-6Pa~<1×10-1/Pa 高真空(HV)
压力能通过精密的材料(如不锈钢)、弹性体密

封和高真空泵获得;气体处于分子流态
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表1 典型真空区域 (续)

压力范围 定义 划分理由(典型情况)

≥1×10-9Pa~<1×10-6Pa 超高真空(UHV)
压力能通过精密的材料(如低碳不锈钢)、金属

密封、特殊的表面处理和清洗、烘烤和高真空

泵获得,气体处于分子流态

<1×10-9Pa 极高真空(XHV)

压力能通过复杂材料(如真空熔炼低碳不锈

钢、铝、铜铍、钛)、金属密封、特殊表面处理和

清洁、烘烤和附加吸气剂泵获得,气体处于分

子流态

3.1.1.3
超清洁真空 ultracleanvacuum
对于某些气体种类来说相当于超高真空条件,具有特殊条件的中真空或者高真空。
注1:根据特定的应用,会对气体种类(掺杂)有不同的要求。

注2:碳氢化合物、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)和水蒸气(H2O)是典型的掺杂气体。

注3:特定情况下对低颗粒密度也有要求。

3.1.1.4
真空压力 pressureofavacuum
p

3.1.1.4.1
真空压力 pressureofavacuum
<在界面上>气体作用力的法向分量和受力面积的比值。

  注:如果存在气体流动,那么规定表面方向与气体流动方向一致。

3.1.1.4.2
真空压力 pressureofavacuum
<气体中某一特定点>根据理想气体定律所确定的气体状态,如有必要时对真实气体进行修正。
注1:当应用理想气体定律时,一个无穷小体积内的压强(p)由该体积内气体分子的数密度(n)、玻尔兹曼常数(k)

和温度(T)的乘积给出。

注2:对于大多数真空环境下的实际应用,未经修正的理想气体定律仍适用于真实气体(考虑体积和气体分子的相

互作用)。

3.1.1.5
分压力 partialpressure
混合气体中某一特定气体组分的压力。

  注:单位为帕斯卡(Pa)。

3.1.1.6
全压力 totalpressure
当“压力”不能明确区分各组分分压力同他们之和的区别时,用于表示混合气体中所有组分的分压

力之和。
  注:单位为帕斯卡(Pa)。

3.1.1.7
真空度 degreeofvacuum
真空环境下气体的稀薄程度。

  注:通常用压力值表示。

2
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3.1.2 气体和蒸气及其参数的术语

3.1.2.1
气体 gas
不受分子间力约束,能自由占据任意可达空间的物质。

  注:在真空技术中,“气体”泛指非可凝性气体和蒸气。

3.1.2.2
非可凝性气体 non-condensablegas
温度处在临界温度之上,即单纯增加压力不能使其凝结的气体。

3.1.2.3
蒸气 vapour
温度处在临界温度以下,即单纯增加压力能使其凝结的气体。

3.1.2.4
饱和蒸气压 saturationvapourpressure

pL

在给定温度下,蒸气与其凝聚相处于热力学平衡时蒸气的压力。

3.1.2.5
饱和度 degreeofsaturation
蒸气压力与其饱和蒸气压之比。

3.1.2.6
饱和蒸气 saturatedvapour
在给定温度下,压力等于其饱和蒸气压的蒸气。

  注:当蒸气与物质的凝聚相处于热力学平衡时,蒸气始终处于饱和状态。

3.1.2.7
不饱和蒸气 unsaturatedvapour
在给定温度下,蒸气压力低于其饱和蒸气压的蒸气。

3.1.2.8
分子数密度 numberdensityofmolecules
n
<气体中某一特定点,某一瞬间>t时刻,该点周围选定体积内的分子数目与该体积的比值。

  注:t指瞬间。一段很短的延续时间(Δt)的平均值,这段延续时间足以能够获得可信的统计平均值。

3.1.2.9
单位质量密度 unitarymassdensity
ρu
气体的质量密度与其压力的比值。

3.1.2.10
体积速度 bulkvelocity
v
在某一时刻,围绕该点充分选定的体积中分子的平均速度。

  注:选择适当的体积以包含足够数量的分子,从而能获得稳定的统计结果,并使所获得的值在该体积中没有显著

变化。
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3.1.2.11
气体温度 temperature
T
与t时刻下参考单元的体积内所含分子的平均动能成正比,与同体积内的气体分子体积速度有关

的量值。

  注:见3.1.2.10的注。

3.1.2.12
气体量 quantityofgas
pV
在规定的气体温度下,处于平衡状态的理想气体所占体积与其压力的乘积。
注1:气体量以压力-体积单位表示。

注2:这样定义的气体量等于气体的质量除以其单位质量密度所得的商。
注3:气体量是气体所占体积内气体的内能或势能的2/3。

3.1.3 用以描述气体分子运动和气体流的术语

3.1.3.1
平均自由程 meanfreepathofmolecules
l,λ
一个分子和其他气体分子两次连续碰撞之间行程的平均值。
注1:该平均值是在足够多的分子数且足够长的时间间隔下得到的统计值。
注2:在平均自由程的概念中,假定分子间的相互作用在分子间的某一距离处中断(刚球模型和截止力势)。平均

自由程也能定义为其他类型的相互作用(例如兰纳-琼斯势)。在这种情况下,其数值采用刚球模型下气体的

平均自由程,被观察气体与其有相同的黏度、温度和密度。

3.1.3.2
克努曾数 Knudsennumber
K,Kn
平均自由程与管道或容器的特征尺寸的比值。

  注:对于圆管,其特征尺寸是指圆管的直径;对于矩形截面的管道,其特征尺寸是指矩形的较小边。

3.1.3.3
稀疏参数 rarefactionparameter
δ
管道或容器的特征尺寸与平均自由程的比值。
注1:对于圆管,其特征尺寸是指圆管的直径;对于矩形截面的管道,其特征尺寸是指矩形的较小边。
注2:稀疏参数与克努曾数成反比。

3.1.3.4
碰撞率 collisionrate
v
在给定的时间间隔内,一个气体分子(或其他特定粒子)相对于其他气体分子(或特定的粒子群)运

动时所受到的碰撞的平均次数,与该时间间隔的比值。

  注:碰撞率平均值最好是在足够多的分子数且足够长的时间间隔下得到的统计值。

3.1.3.5
气体的扩散 diffusionofgas
由于浓度梯度引起的一种气体在另一种介质中的运动。

  注:介质可能是另一种气体(这种情况下称为互扩散)或是一种可凝性介质。

4
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3.1.3.6
扩散系数 diffusioncoefficient;diffusivity
D
气体通过单位面积的质量流率与该面积法线方向密度梯度绝对值的比值。

3.1.3.7
黏滞流 viscousflow
气体平均自由程远小于导管最小截面尺寸时,气体通过导管的流动。
注1:流动取决于气体的黏滞性。
注2:流动状态包含层流或湍流。

3.1.3.8
黏滞系数 viscousfactor
在气流速度梯度方向单位面积上的切向力与速度梯度的比值。

3.1.3.9
泊肃叶流 Poiseuilleflow
通过管道两端的压力差引起的长管流动。

  注:当流动为层流、导管截面为圆形时,这种流动特指哈根-泊肃叶(Hagen-Poiseuille)流动。

3.1.3.10
分子流 molecularflow
气体平均自由程远大于导管最大截面尺寸时,气体通过导管的流动。

3.1.3.11
过渡流 intermediateflow;transitionalflow
在黏滞流和分子流之间的中间状态下,气体通过导管的流动。

  注:过渡流又称为黏滞-分子流。

3.1.3.12
滑移流 slipflow
当气体的平均自由程较小且与管道的特征尺寸相近时,流动受到管壁上速度滑移条件的影响从而

使气体通过管道的流动。
注1:管道的特征尺寸见3.1.3.2的注。
注2:对于滑移流条件,与黏滞流条件下假定不同,管道壁面的体速度为零。
注3:滑移流条件介于过渡流和黏滞流之间。

3.1.3.13
分子泻流 moleculareffusion;effusiveflow
孔口的最大尺寸小于气体平均自由程时,气体通过孔口的流动。

3.1.3.14
流逸 transpiration
由压力差导致的气体通过多孔固体的流动。

3.1.3.15
热流逸 thermaltranspiration
在相连的两个容器之间,由于容器内温度不同引起气体流动。

  注:当容器间气体迁移达到平衡时,两容器在特定条件下将产生一定的压力梯度。

3.1.3.16
分子流率 moleculeflowrate
分子通量 molecularflux
qN

在给定时间间隔内,从给定方向通过截面(S)的分子数目与反向穿过S 的分子数目之差,与该时间

5
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间隔的比值。
3.1.3.17

分子流率密度 moleculeflowratedensity
分子通量密度 densityofmolecularflux
分子流率与截面面积的比值。

  注:单位为每平方米秒(m-2·s-1)。

3.1.3.18
流量 throughput
qpV

在给定时间间隔内,流经截面的气体量(压力-体积单位)与该时间间隔的比值。
  注:流量亦等于质量流率除以单位质量密度。

3.1.3.19
质量流率 massflowrate
qm

在给定时间间隔内,通过截面(S)的气体质量与该时间间隔的比值。
3.1.3.20

体积流率 volumeflowrate
qV

在特定的温度和压力下,及给定的时间间隔内,通过截面(S)的气体体积与该时间间隔的比值。
3.1.3.21

摩尔流率 molarflowrate
qv

在给定的时间间隔内,给定气体通过截面(S)的摩尔数与该时间间隔的比值。
3.1.3.22

麦克斯韦速度分布 maxwellianvelocitydistribution
基于麦克斯韦-波尔兹曼速度分布函数的速度分布。

  注:其亦是给定温度下处于平衡状态的气体分子的速度分布。

3.1.3.23
传输几率 transmissionprobability
PC

随机进入管道入口的气体分子,通过管道出口而没有反向返回入口的几率。
3.1.3.24

分子流导 moleculeconductance
CN,UN

<孔口或管道两特定截面之间>分子流率与孔口两侧或管道两截面间平均分子数密度差的比值。
3.1.3.25

流导 conductance
C,U
<管道,或一段管道,或小孔>等温条件下,流量与两个特定截面间或孔口两侧平均压力差的比值。

3.1.3.26
固有流导 intrinsicconductance
Ci,Ui

容器中气体分子按麦克斯韦速度分布的条件下,连接两个容器的管道(或孔口)的流导。
  注:在分子流态下,固有流导等于入口流导与传输几率的乘积。
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3.1.3.27
流阻 resistance
w
流导的倒数。

3.1.4 真空技术中表面和体积效应相关术语

3.1.4.1
吸附 sorption
固体或液体(吸附剂)对气体或蒸气(吸附质)的捕集。

3.1.4.2
表面吸附 adsorption
气体或蒸气(吸附质)保持在固体或液体(吸附剂)表面上的吸附。

3.1.4.3
物理吸附 physisorption
由于物理力产生的,而非化学键产生的吸附。

3.1.4.4
化学吸附 chemisorption
形成化学键的吸附。

3.1.4.5
吸收 absorption
气体(吸收质)扩散进入固体或液体(吸收剂)内部的吸附。

3.1.4.6
能量(热)适应系数 energy(thermal)accommodationcoefficient
α
入射粒子和表面间实际交换的平均能量,与入射粒子和表面达到完全热平衡时实际交换的平均动

量的比值。

3.1.4.7
动量适应系数 momentumaccommodationcoefficient
σ
撞击粒子和表面之间实际传递的平均动量,与入射粒子和达到完全热平衡的表面碰撞后从表面返

回的实际传递动量的比值。

3.1.4.8
入射率 impingementrate

φ
给定时间间隔内,入射到表面上的分子数与该时间间隔和表面面积的比值。

3.1.4.9
凝结率 condensationrate
给定时间间隔内,凝结在表面上的分子数(或物质数量,或物质质量)与该时间间隔和表面面积的

比值。

3.1.4.10
黏着率 stickingrate
给定时间间隔内,吸附在表面上的分子数与该时间间隔和表面面积的比值。
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3.1.4.11
黏着几率 stickingprobability
PS

黏着率与入射率的比值。

3.1.4.12
停留时间 residencetime
τ
吸附于表面上的分子受表面约束的平均时间。

3.1.4.13
迁移 migration
分子在某一表面上的运动。

3.1.4.14
解吸 desorption
被材料吸附的气体或蒸气的释放现象。

  注:释放现象能自然发生,也能通过物理方法加速产生。

3.1.4.15
除气 degassing
气体从某一材料上的人为解吸。

3.1.4.16
放气 outgassing
气体从某一材料上的自然解吸。

3.1.4.17
特定的蒸发率 specificevaporationrate
给定时间间隔内,从某一表面上蒸发的分子数(或物质数量,或物质质量)与该时间间隔和蒸发表面

积的比值。

  注:单位为每平方米秒(m-2·s-1),或千克摩尔每平方米秒[kg·mol/(m2·s)],或克每平方米秒[g/(m2·s)]。

3.1.4.18
解吸率 specificdesorptionrate
放气率 outgassingrate
除气率 degassingrate
qout

在给定时间内,冷凝材料上解吸(或放气或除气)的气流量(或分子流率)与材料表面积的比值。

3.1.4.19
渗透 permeation
气体通过某一固体阻挡层的过程。

  注:该过程包括气体在固体内的扩散,以及各种表面现象。

3.1.4.20
渗透率 permeability
Ρ
<固体阻挡层>处于稳定流动状态下的某种气体,通过固体阻挡层的气体流量,除以固体壁面两侧气

体压力的函数。

  注:该函数的形式取决于实际渗透包括的物理过程。
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3.1.4.21
渗透系数 permeabilitycoefficient
P
渗透率和阻挡层厚度的乘积,与阻挡层面积的比值。

3.2 真空泵及相关术语

  注:3.1中给出的一些定义,在3.2中采用不同的术语重复规定以适用于真空泵需求。

3.2.1 真空泵术语

3.2.1.1
真空泵 vacuumpump
获得、改善和(或)维持真空的一种装置。
注1:可分为两种基本类型,气体传输真空泵和气体收集真空泵。

注2:真空泵分类图谱见附录C。

3.2.1.2
气体传输真空泵 gastransfervacuumpumps
通过容积变化或动能传递将气体分子从真空泵的入口输送到出口的真空泵。

3.2.1.3
容积真空泵 positivedisplacementvacuumpump
泵腔吸入气体,其入口被周期性地隔离,然后将气体输送到出口并排出的一种真空泵。
注1:大多数容积真空泵,气体在排出前处于压缩状态。容积真空泵可分为两类,往复式容积真空泵(3.2.1.4~

3.2.1.6),具有单个转子(3.2.1.7~3.2.1.13)或多个转子(3.2.1.14~3.2.1.16)的旋转式容积真空泵。

注2:容积真空泵通常配备气镇系统,用于在泵压缩腔内,适量充入可控的非可凝性气体,以降低被抽气体在泵腔

中的凝结程度。

注3:油封(液封)真空泵是一种用泵油(液体)密封相对运动零部件间的间隙、减少压缩腔末端残余死空间的旋转

式容积真空泵。

注4:干式容积真空泵是一种泵腔内不含油或液体的容积真空泵。

注5:所有类型的容积真空泵都能包含相同的或是不同的多级转子。

3.2.1.4
隔膜真空泵 diaphragmvacuumpump
通过适配阀辅助控制隔膜的往复与振荡运动,使泵腔中气体被压缩和排出的干式容积真空泵。

3.2.1.5
活塞真空泵 pistonvacuumpump
在泵内通过使用活塞进行往复运动,将气体吸入压缩并排出的一种容积真空泵。

3.2.1.6
线性蠕动真空泵 linearperistalticvacuumpump
利用线性运动装置交替挤压和释放弹性软管,使气体沿软管流动的一种真空泵。

3.2.1.7
涡旋真空泵 scrollvacuumpump
通过一对相互啮合的环绕渐开线组成的涡旋盘相对运动,将气体压缩并排出的一种真空泵。

  注:根据实际应用情况,能选择是否在涡旋泵入口设置进气阀,用于故障或电源损坏情况下泵与被抽装置气体的

隔离。

3.2.1.8
旋片真空泵 rotaryvanevacuumpump
泵内偏心安装的转子与定子固定面相切的一种旋转式容积真空泵。
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注1:压缩的气体通过排气阀排放到大气中。

注2:两个(或两个以上)旋片在转子槽内滑动(通常沿径向)并在定子内壁上滑动,将泵腔分成几个可变容积。

3.2.1.9
液环真空泵 liquidringvacuumpump
泵内装有带固定叶片的偏心转子,将液体抛向定子壁的一种旋转式容积真空泵。

  注:液体形成与定子同心的液环,液环与转子叶片一起构成可变容积。

3.2.1.10
定片真空泵 externalvanevacuumpump
泵内偏心安装的转子与定子内壁相接触转动的一种旋转式容积真空泵。

  注:安装在定子上的滑片与转子压紧并将定子腔分割为若干可变容积的真空泵。

3.2.1.11
滑阀真空泵 rotarypistonvacuumpump
具有滑阀装置的转子相对定子内壁偏心转动的一种旋转式容积真空泵。

  注:安装在转子上的活塞或可摆动的滑阀在安装于定子适当位置上的导轨中滑动,并将定子腔分成两个相互封闭

的可变容积。

3.2.1.12
余摆线真空泵 trochoidvacuumpump
一种椭圆活塞绕轴偏心转动的旋转式容积真空泵。

  注:外壳与活塞处于连续非接触密封状态,填充油用以密封。

3.2.1.13
蠕动真空泵 peristalticvacuumpump
由多个滚柱或凸缘组成的转子压缩并迫使气体沿柔性管道移动的一种旋转式容积真空泵。

3.2.1.14
罗茨真空泵 rootsvacuumpump
具有两个或三个同步反向旋转的叶型转子,转子间、转子与泵壳内壁间有间隙且互不接触的一种旋

转式容积真空泵。
注1:罗茨真空泵也称为机械增压真空泵,常用作前级泵,或用作多级真空系统的主泵或二级泵。

注2:罗茨真空泵各级运转过程中不存在内部压缩。

3.2.1.15
螺杆真空泵 screwvacuumpump
含有采用各类型线设计(如锥形或变螺距设计)的同步反向旋转的螺杆转子,具有内压缩比特性的

一种旋转式容积真空泵。
  注:螺杆真空泵也有无内压缩的型线设计。

3.2.1.16
爪式真空泵 clawvacuumpump
两个同步反向旋转的爪型转子,转子间、转子与泵壳内壁间间隙微小且互不接触的一种旋转式容积

真空泵。
  注:爪式真空泵设计有一个或多个压缩级。

3.2.1.17
动量真空泵 kineticvacuumpump
通过机械方式(高速旋转或在流动方向上提供动能)、使用另一种流体(在流动方向上提供动能)和

使用电场来输送气体离子这三种方式,将气体或气体分子从泵入口输送到泵出口的一种真空泵。
  注:可将其分为三种类型:机械动量泵(3.2.1.18~3.2.1.22)、流体输送泵(3.2.1.23~3.2.1.30)与离子传输泵

(3.2.1.31)。
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3.2.1.18
涡轮真空泵 turbinevacuumpump
通过高速旋转的涡轮转子输送大量气体的一种旋转式动量真空泵。

  注:动密封不是依靠摩擦实现的,泵内气流既能垂直于旋转方向(径流式或离心式),也能平行于旋转方向(轴流

式)。

3.2.1.19
旋涡真空泵 regenerativevacuumpump
利用气体涡流行为结合平行转子侧通道,通过离心转子级传输气体的一种旋转式动量真空泵。

  注:旋涡真空泵设计有一个或多个气环压缩级,采用轴向的气体通道和/或径向的气体通道。

3.2.1.20
牵引分子真空泵 moleculardragvacuumpump
泵内气体分子和高速转子表面相接触获得动量,使气体分子由真空泵出口定向排出的一种动量真

空泵。
  注:该技术是基于盖德(Gaede)、霍尔威克(Holweck)和西格巴恩(Siegbahn)的发明设计的。

3.2.1.21
涡轮分子泵 turbo-molecularvacuumpump
泵内由开槽圆盘或叶片组成的转子,与开槽定子叶片相对转动的一种牵引分子真空泵。
注1:转子圆周线速度与气体分子速度为同一数量级的一种牵引分子真空泵。涡轮分子泵通常工作在分子流

态下。
注2:也包括复合涡轮分子真空泵。

3.2.1.22
复合涡轮分子真空泵 compoundturbo-molecularvacuumpump
由基于涡轮分子真空泵原理设计的吸气压缩级、基于分子牵引原理设计的牵引压缩级和/或真空泵

排气侧的再生级组成的一种单轴高真空泵。
  注:复合涡轮分子真空泵亦简称为复合分子泵。

3.2.1.23
扩散真空泵 diffusionvacuumpump
以低压、高速蒸气射流为工作介质的一种动量真空泵。

  注:蒸气射流内部气体分子密度始终低于外部,气体分子扩散到蒸气射流内并被携带到出口。因为泵内气体平均

自由程足够大时才形成蒸气喷射流,所以扩散真空泵工作在分子流态下。

3.2.1.24
自净化扩散泵 self-purifyingdiffusionvacuumpump
工作液中的挥发性杂质无法返回锅炉而被输送到泵出口的一种特殊油蒸气扩散真空泵。

3.2.1.25
分馏扩散泵 fractionatingdiffusionvacuumpump
将工作介质中密度高、蒸气压力低的组分供给最低压力级,而将密度小、蒸气压高的组分供给高压

力级的一种多级油蒸气扩散真空泵。
3.2.1.26

扩散喷射泵 diffusion-ejectorvacuumpump
泵内前一级或几级具有扩散真空泵的特性,而后一级或几级具有喷射真空泵特性的一种多级动量

真空泵。
3.2.1.27

喷射真空泵 ejectorvacuumpump
基于文丘里(Venturi)效应产生压降,高速流携带被抽气体至出口的一种动量真空泵。

  注:喷射真空泵在黏滞流和过渡流下工作。
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3.2.1.28
液体喷射真空泵 liquidjetvacuumpump
以液体(通常为水)作为传输流体的一种喷射真空泵。

3.2.1.29
气体喷射真空泵 gasjetvacuumpump
以非可凝性气体为传输流体的一种喷射真空泵。

3.2.1.30
蒸气喷射真空泵 vapourjetvacuumpump
以蒸气(水、汞或油)为传输流体的一种喷射真空泵。

  注:工作蒸气随后在泵的出口处冷凝。

3.2.1.31
离子传输泵 iontransferpump
泵内气体分子被电离,然后在电磁场或电场作用下向出口传输的一种动量真空泵。

3.2.1.32
气体收集真空泵 gasgatheringvacuumpump
以固态或吸附态捕捉气体的真空泵。

3.2.1.33
气体捕集真空泵 gasentrapmentvacuumpump;capturevacuumpump
通过物理或化学吸附、冷凝或沉积的方法使气体分子或蒸气分子保留在泵腔内表面的一种真空泵。

3.2.1.34
气体吸附真空泵 adsorptionvacuumpump
实际面积较大的材料(如多孔物质)主要通过物理吸附作用将气体保留在泵内,且低温条件下吸附

性会增强的一种捕集真空泵。
3.2.1.35

吸气剂真空泵 gettervacuumpump
主要通过化学吸附作用将气体吸附在吸气剂材料(常用合金)上的一种捕集真空泵。

  注:吸气剂通常为块状或是新沉积生成的薄膜层。

3.2.1.36
非蒸散型吸气剂真空泵 non-evaporablegettervacuumpump
NEG真空泵 NEG-vacuumpump
含有活性多孔合金或粉末混合物吸气材料的一种捕集真空泵。

  注:系统被抽真空和密封之后,材料通过化学反应吸收气体前,加热吸气材料(通常采用射频感应加热)。

3.2.1.37
升华真空泵 sublimationvacuumpump
蒸发真空泵 evaporationvacuumpump
泵内吸气剂材料从靶上升华(蒸发),沉积在真空室内表面用以覆盖气体的一种捕集真空泵。

  注:本文件中,升华和蒸发概念相似。

3.2.1.38
溅射离子真空泵 sputterionvacuumpump
泵内被电离的气体输运到由阴极连续溅射所获得的吸气剂上的一种吸气剂离子真空泵。

  注:主要通过吸气剂对气体分子的吸附效应进行工作,但对惰性气体来说,覆盖及注入效应起主要作用。

3.2.1.39
标准二极型离子真空泵 standarddiodeionvacuumpump
以阴极化学活性吸附作用为主进行抽气的溅射离子真空泵。
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3.2.1.40
差动离子真空泵 differentialionvacuumpump
同时具有化学活性阴极和额外配置的钽等材料活性阴极,以对惰性气体产生更好抽气效果的一种

溅射离子真空泵。

  注:差动离子真空泵也称为二极型非对称阴极溅射离子真空泵。

3.2.1.41
三极型离子真空泵 triodeionvacuumpump
含有阴极栅格、中心阳极和周围收集器,对惰性气体具有最大抽速的一种溅射离子真空泵。

3.2.1.42
低温真空泵 cryogenicvacuumpump;cryopump
由经冷却至足以通过冷凝或沉积方式,将残余气体从被吸附性材料捕集的、具有更低冷凝温度的气

体中分离出来的若干低温表面组成的一种捕集真空泵。
注1:所选择的温度范围取决于被抽气体的性质。
注2:低温泵通常与活性炭或分子筛等吸附材料结合使用,作为一种具有低温吸附功能的真空泵。冷凝物保持一

定的温度,使其平衡蒸气压等于或小于真空室要求的低压。
注3:低温抽气作用主要依赖于三种效应:低温吸附(通过多孔介质在低温下进行物理吸附)、低温冷凝(分子在已

冷却表面冷凝)与低温捕集(通过具有较高冷凝温度气体的冷凝/沉积层,物理捕获具有极低冷凝温度的轻气

体分子)。

3.2.1.43
冷凝器 condenser
将蒸气冷凝为液态或表面凝结为固态的装置。

  注:真空冷凝器用于抽除低真空范围内的蒸气,特别是在干燥工艺中。

3.2.1.44
表面冷凝器 surfacecondenser
<液态冷凝>蒸气在冷却管或板表面被冷凝为液体的冷凝器。

3.2.1.45
喷雾冷凝器 spraycondenser
直接接触型冷凝器。

  注:蒸气与喷入冷却剂直接接触时发生冷凝。

3.2.1.46
表面凝结 surfacedeposition
表面结霜 surfacedesublimation
使用适当的冷却管或冷却板使蒸气温度低于三相点,进而使气体凝结(结霜)。

3.2.2 真空泵零部件术语

3.2.2.1
泵壳 pumpcase
将低压气体与大气隔开的泵外壁。

3.2.2.2
入口 inlet
被抽气体被真空泵吸入的泵口。

3.2.2.3
出口 outlet
被抽气体被真空泵排出的泵口。
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3.2.2.4
叶片 vane;blade
某些容积真空泵中的定子和转子间用以分隔工作空间的滑动元件,常用于旋片真空泵。

  注:机械动量泵的转子常配有非接触式的叶片,例如:涡轮分子真空泵的叶片。

3.2.2.5
排气阀 dischargevalve
容积真空泵中,自动排出压缩腔中被抽气体的阀门。

3.2.2.6
膨胀腔 expansionchamber
容积真空泵内被抽气体产生膨胀且体积不断增大的泵腔空间。

3.2.2.7
压缩腔 compressionchamber
容积真空泵内气体在排出前被压缩且体积不断缩小的泵腔空间。

3.2.2.8
真空泵油 vacuumpumpoil
油封真空泵中用于密封、润滑和冷却的液体。

  注:泵油也常用于描述油蒸气流真空泵中的工作介质。

3.2.2.9
气镇阀 gasballastvalve
常用于容积真空泵,向真空泵吸气腔连续通入人为可控的、清洁的非可凝性气体,以抽除可凝性气

体的一种阀门。

3.2.2.10
泵液 pumpfluid
喷射泵或扩散真空泵使用的工作介质。

3.2.2.11
喷嘴 nozzle
扩散真空泵或喷射真空泵中用于使泵液定向流动、产生抽气作用的零件。

3.2.2.12
喷嘴喉部 nozzlethroat
喷嘴的最小橫截面处。

3.2.2.13
喷嘴间隙面积 nozzleclearancearea
泵壳内壁和喷嘴外缘间的最小横截面面积。

3.2.2.14
喷嘴间隙 nozzleclearance
喷嘴外缘与泵内壁之间环形间隙的宽度,决定了喷嘴间隙面积。

3.2.2.15
射流 jet
扩散真空泵或喷射泵中,自喷嘴喷出的泵液的蒸气流。

3.2.2.16
扩压器 diffuser
喷射真空泵泵壁的收缩部分、直管(喉管)部分与扩散部分的组件。
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3.2.2.17
扩压器喉部 diffuserthroat
扩压器最小横截面部分。

3.2.2.18
蒸气导流管 vapourtube;vapourpipe;vapourchimney
蒸气喷射真空泵或扩散真空泵中引导蒸气从锅炉流向喷嘴的导管。

3.2.2.19
喷嘴组件 nozzleassembly
蒸气喷射真空泵或扩散真空泵中蒸气导流管和喷嘴的组合。

  注:喷嘴组件常为可拆卸式。

3.2.2.20
下裙 skirt
用来将回流泵液与锅炉产生蒸气分开的喷嘴组件的下部分,通常为扩大部分。

3.2.3 附件术语

3.2.3.1
阱 trap
用物理或化学的方法降低蒸气和气体混合物中组分分压的装置。

3.2.3.1.1
冷阱 coldtrap
通过冷却表面冷凝而工作的阱。

3.2.3.1.2
吸附阱 sorptiontrap
通过吸附而工作的阱。

3.2.3.1.3
离子阱 iontrap
采用电离方法从气相中除去某些欲去除成分的阱。

3.2.3.2
挡板 baffle
置于靠近蒸气喷射真空泵或扩散真空泵入口处,自身温度尽可能低以降低返流和返迁移的屏蔽

系统。

3.2.3.3
油分离器 oilseparator
设置在真空泵岀口处,用以减少以微滴形式被带走的真空泵油损失的装置。

3.2.3.4
油净化器 oilpurifier
从真空泵油中除去杂质的装置。

3.2.4 按工作情况分类的真空泵术语

3.2.4.1
干式真空泵 dryvacuumpump
泵腔内不含油或是其他液体,同时工作原理为不使用液体的真空泵。

  注:干式真空泵主要是指干式排气真空泵。
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3.2.4.2
粗(低)真空泵 rough(low)vacuumpump
在大气压到最低100Pa范围内工作的真空泵。

3.2.4.3
粗抽真空泵 roughingvacuumpump
从大气压开始降低容器或系统内的压力,直到另一个抽气系统能够开始工作的真空泵。

3.2.4.4
前级真空泵 backingvacuumpump
维持另一个泵的前级压力低于其临界值的真空泵。

  注:某些前级真空泵能用作粗抽真空泵。

3.2.4.5
维持真空泵 maintainingvacuumpump
当气体流率低,无法使用主前级真空泵时,维持某类真空泵前级压力的辅助前级真空泵。

3.2.4.6
高真空泵 highvacuumpump
入口在高真空范围内工作的真空泵。

3.2.4.7
增压真空泵 boostervacuumpump
通常设置在前级泵和高真空泵之间的真空泵。

  注:增压真空泵用于增加中间压力范围内抽气系统流量或改善系统压力分布,以降低前级真空泵所需抽速。

3.2.4.7.1
机械增压真空泵 mechanicalboostervacuumpump
基于机械运动原理,工作在前级泵和被抽容器之间或工作在粗抽前级泵和高真空泵之间的真空泵。

  注:机械增压真空泵可用于中真空或低真空应用中增加抽气系统的抽气能力,也可用于改善系统内的压力分布

级,从而降低前级真空泵所需体积流率。

3.2.4.7.2
喷射增压真空泵 jetboostervacuumpump
基于流体夹带喷射真空泵,工作在前级真空泵入口侧的真空泵。

  注:喷射增压真空泵可用于中真空或粗真空应用中增加抽气系统的抽气能力,也可用于改善系统内的压力分布,从

而降低前级真空泵所需体积流率。

3.2.5 真空泵特性术语

3.2.5.1
体积流率 volumeflowrate

qV

qV =
dV
dt

…………………………(1)

  式中:

V ———在给定温度和压力下,在给定时间间隔t内,流经真空泵入口的气体体积;

t ———给定时间间隔。
注1:根据实际情况,给定真空泵和给定气体的体积流率,通常认为等于该气体的流量除以给定位置处的平衡压

力。体积流率单位是立方米每小时(m3/h)或升每秒(L/s)。
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注2:通常用“抽速”和符号“S”替代“体积流率”。

注3:体积流率的通用定义见3.1.3.20,测量方法见GB/T40344.1—2021。

3.2.5.2
流量 throughput

qpV

在给定时间间隔内,通过真空泵入口截面的气体量(压力-体积单位)与该时间间隔的比值。

  注:也表示为质量流率除以单位质量密度,见公式(2):

qpV =p1
dV
dt =p1qV …………………………(2)

式中:

qpV
———流量;

p1 ———真空泵入口压力;

V ———在给定时间间隔内流经真空泵入口的气体体积;

t ———给定时间间隔;

qV ———真空泵的体积流率。

3.2.5.3
启动压力 startingpressure
真空泵能够无损启动并能获得抽气作用的压力。

3.2.5.4
前级压力 backingpressure

p3

真空泵的出口压力。
[来源:GB/T40344.1—2021,3.5]

3.2.5.5
临界前级压力 criticalbackingpressure

pc

真空泵能够连续运行而不发生损坏或过载的状态下,出口处的最大前级压力(p3)。

3.2.5.6
最大前级压力 maximumbackingpressure
前级压力升高时真空泵会受到损坏的临界值。

3.2.5.7
最大工作压力 maximumworkingpressure

p1max

真空泵和驱动电机能够长时间运行且不受损情况下的最高入口压力。
[来源:GB/T40344.1—2021,3.4]

3.2.5.8
极限压力 ultimatepressure
在真空泵入口测试罩中,经长时间连续抽气被测压力无限趋近的极小压力值。
注1:极限压力始终低于基础压力。

注2:极限压力是真空泵获得的最低压力。

注3:不赞成在产品规格中给出极限压力,因此本文件中没有给出其测试方法。如果制造商标明了极限压力,同时

说明测量时的测量条件和测量持续时间。

注4:这里定义的压力仅指在配有测试罩的设备中测定的数值,等效于真空泵的入口压力。
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3.2.5.9
基础压力 basepressure

pb1

真空泵和测试罩达到规定状态后,测试罩中测得的真空泵零流量时的最低入口压力。

  注:这里定义的压力仅指在配有测试罩的设备中测定的数值,等效于真空泵的入口压力。

3.2.5.10
入口压力 inletpressure

p1

在测试罩中给定位置测得的真空泵进气口侧压力。

[来源:GB/T40344.1—2021,3.2]

3.2.5.11
压缩比 compressionratio

K0

真空泵零流量状态下,前级压力(p3)与入口压力(p1)的比值。如公式(3)所示:

K0=
p3-pb3

p1-pb1
…………………………(3)

  式中:

K0 ———压缩比;

p3 ———前级压力;

pb3 ———前级泵的基础压力;

p1 ———入口压力;

pb1 ———测试泵的基础压力。

[来源:GB/T40344.1—2021,3.7]
注1:给定气体流量下,真空泵前级压力(p3)与入口压力(p1)的比值表示为 Keff=p3/p1。当气体流量为零时,压

缩比的最大值为K0。

注2:pb3是连接至测试泵排气口的真空泵(前级泵)的基础压力。

3.2.5.12
何氏系数 Hocoefficient
扩散真空泵入口喷嘴间隙面积上的实际抽速与该处按分子泻流理论计算的抽速之比。

3.2.5.13
抽速系数 speedfactor
蒸气喷射泵或扩散真空泵的实际抽速与泵入口处按分子泻流理论计算的抽速之比。

3.2.5.14
气体的反扩散 back-diffusionofgas
与抽气作用相反,气体从真空泵出口流向入口(或附加挡板、冷阱)的过程。

3.2.5.15
泵液返流 back-streamingofpumpfluid
泵液通过输送泵入口(或附加挡板、冷阱)与抽气方向相反的流动过程。

3.2.5.16
返流率 back-streamingrate
泵按规定条件工作时,反向通过泵入口单位面积的泵液质量流率。
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3.2.5.17
返迁移 back-migration
由于泵液分子在表面上的迁移,泵液进入被抽容器的过程。

  注:在油封真空泵中,返迁移是指由于油分子在表面上的迁移,泵油进入被抽容器的过程。

3.2.5.18
水蒸气允许量 watervapourtolerableload
气镇泵中,若被抽气体为水蒸气,泵在正常环境下连续工作抽出的水蒸气质量流率。

3.2.5.19
最大允许水蒸气入口压力 maximumtolerablewatervapourinletpressure
在正常环境条件下,气镇泵能够连续工作并排除水蒸气的最大水蒸气入口压力。

3.2.5.20
加热时间 warm-uptime
<蒸气喷射真空泵或扩散真空泵>锅炉内的泵液温度达到其正常工作温度所需时间。

  注:起始温度为环境温度,或真空泵能够安全暴露大气的温度。

3.2.5.21
冷却时间 cool-downtime
<蒸气喷射真空泵或扩散真空泵>停止加热以后,锅炉内泵液从正常工作温度降到可安全暴露大气

的温度所需的时间。

3.2.5.22
最大连续抽气量 maximumcontinuousgasthroughput
在预期寿命周期内,真空泵和驱动装置能够连续运行而不会损坏的最大稳定抽气量。

3.3 全压和分压真空计术语

3.3.1 一般术语

3.3.1.1
压力计 pressuregauge
测量高于、等于或低于环境大气压力的气体或蒸气压力的仪器。

3.3.1.2
真空计 vacuumgauge
测量低于大气压力的气体或蒸气压力的仪器。
注1:真空计是压力计的一个子集。

注2:通常使用的某些真空计实际上不测量压力(术语中是以作用在表面上的力表达其概念),而是测量在规定条

件下与压力有关的某些其他物理量。

3.3.1.2.1
规头 gaugehead
<某些种类真空计中>包含压力敏感元件并直接与真空系统连接的部件。

  注:规头也常被称为规管。

3.3.1.2.1.1
裸规 nudegauge
没有外壳的一种规头。

  注:敏感元件直接插入真空系统中。
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3.3.1.2.2
控制单元 controlunit
控制器 controller
<某些种类真空计中>包含电源和工作所需全部电路的部件。

3.3.1.2.2.1
指示器 indicator
指示单元 indicatingunit
<某些种类真空计中>常以压力单位显示输出信号的部件。

3.3.2 通用类真空计术语

3.3.2.1
压差式真空计 differentialvacuumgauge
测量同时存在于一个敏感元件两侧压差的一种真空计,如弹性膜片或可动分隔液体等敏感元件。

3.3.2.2
绝对真空计 absolutevacuumgauge
通过单独测量的物理量就可确定压力的一种真空计。

3.3.2.3
全压真空计 totalpressurevacuumgauge
测量气体或气体混合物全压力的一种真空计。

  注:全压真空计树形图谱见附录D。

3.3.2.4
分压真空计 partialpressurevacuumgauge
分压分析仪 partialpressureanalyzer
测量气体混合物中电离成分电流的一种真空计。
注1:测得的电流表示具有不同比例常数的不同组分的分压力。

注2:该仪表又称为“残余气体分析仪”。

3.3.2.5
相对真空计 relativevacuumgauge
通过测量与压力有关的物理量并与绝对真空计比较来确定压力的真空计。

3.3.3 真空计特性术语

3.3.3.1
测量范围 measurementrange
<真空计>常用氮气作为标定气体,读数在规定的测量不确定度限值内,最小压力和最大压力之间的

范围。

  注:某些类型真空计的测量范围取决于气体的性质。

3.3.3.2
灵敏度 sensitivity
灵敏度系数 sensitivitycoefficient
<对于给定压力>常用氮气作为标定气体,真空计读数变化与对应压力变化的比值。
注1:在常规测量值偏差较大的情况下,灵敏度系数为真空计读数变化与压力无关参数的比值。

注2:某些类型真空计的灵敏度系数取决于气体的性质。
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3.3.3.3
相对灵敏度系数 relativesensitivityfactor
<采用特定气体的>真空计对给定气体的灵敏度与在相同压力和相同工作条件下对氮气的灵敏度的

比值。

3.3.3.4
电离灵敏度 ionizationsensitivity
<对于给定气体>离子电流的变化值与相应压力变化值的比值。

3.3.3.5
等效氮压力 equivalentnitrogenpressure
<作用于真空计上气体>生成相同真空计读数时氮气的压力。

3.3.3.6
X射线极限值 X-raylimit
<电离真空计>当主要由离子收集极发射的光电子产生的残余电流生成的真空计读数与无X射线

影响时真空计的读数相同时,纯氮气的压力值。

  注:对于通过交叉电磁场放电的电离真空计,X射线极限值通常影响不大。

3.3.3.7
规管光电流 photoncurrentofvacuumgaugehead
阴极发射的电子打在加速极上,产生软X射线,使收集极产生光电发射而生成的与压力无关、与离

子流同向的电流。

3.3.3.8
逆X射线效应 anti-X-rayeffect
阴极发射的电子打在加速极上产生软X射线,射到规管金属壁上使其发射光电子,其中能量较大

的光电子打到收集极上,在收集极回路生成的与离子流反向的电流。

3.3.3.9
布利尔斯效应 Blearseffect
真空度较高的系统烘烤结束后,连接规管的管壁吸附有机蒸气直到表面饱和,导致规管反应压力低

于真实压力的现象。

3.3.4 全压真空计术语

3.3.4.1 基于力学现象的真空计

3.3.4.1.1
液位真空计 liquidlevelmanometer
管中的敏感元件为一种可动的隔离液体(例如汞),常见为U型管状的绝对压差计。

  注:通过测量液位差得到压力差。

3.3.4.1.2
弹性元件真空计 elasticelementgauge
变形部分为弹性元件的一种压差真空计。

  示例:布尔登真空计、薄膜真空计、电容薄膜真空计等。

  注:压差能通过测量弹性元件位移(直接法)或测量补偿其变形所需作用力(回零法)来确定。

3.3.4.1.2.1
布尔登真空计 Bourdongauge
弹性元件为呈螺旋状管子的弹性元件真空计。
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3.3.4.1.2.2
薄膜真空计 diaphragmgauge
膜片真空计 membranegauge
弹性元件是膜片,因其两侧压差作用而改变形状的一种弹性元件真空计。

  示例:像压阻真空计,就是用压电元件测量膜片上的作用力。另如电容薄膜真空计和谐振硅真空计。

3.3.4.1.2.3
电容薄膜真空计 capacitancediaphragmgauge
膜片是电容器组成部分的一种薄膜真空计。

  注:电容薄膜真空计有时也称为“电容压力计”。

3.3.4.1.3
压缩式真空计 compressiongauge
麦克劳真空计 McLeodgauge
按已知比例压缩(如通过液柱,通常为汞柱的移动)待测压力下气体的已知体积,产生较高压力后再

进行测量的一种真空计。

  注:对于满足理想气体定率(PV-T)关系的气体,如果用液位压力真空计测量较高的压力,那么该真空计为满足理

想气体定律的绝对真空计。

3.3.4.1.4
压力天平 pressurebalance
活塞式真空计 pistongauge
待测压力作用于经精确匹配、横截面积已知的活塞-气缸组件上,作用力与一组已知质量砝码的重

力相比较,或通过力测量仪表测量力来比较的绝对真空计。

  注:活塞和周围气缸相互旋转的活塞式真空计称为“旋转活塞式真空计”或“旋转压力天平”。

3.3.4.2 基于气体传输现象的真空计

3.3.4.2.1
黏滞真空计 viscositygauge
通过测量作用在元件表面上与压力有关的黏滞力来确定压力的一种真空计。

  示例:石英摩擦真空计、音叉计、衰减真空计、分子牵引真空计。

  注:这种真空计是基于气体黏滞性对压力的影响。

3.3.4.2.1.1
磁悬浮转子真空计 spinningrotorgauge
核心部件是一个悬浮在真空套管中的旋转转子,并测量转子相对衰减率的一种黏滞真空计。

  注:转子的减速是由转子在高真空下的动量传递到气体分子,另外还有在较高压力下的气体摩擦(黏性力)引起的。

3.3.4.2.1.2
石英摩擦真空计 quartzfrictionvacuumgauge
石英音叉共振频率取决于压力的一种黏滞真空计。

3.3.4.2.2
热传导真空计 thermalconductivitygauge
通过测量保持不同温度的两个固定元件表面间的热量传递来确定压力的一种真空计。

  示例:皮拉尼真空计、热电偶真空计、热敏真空计、双金属片真空计。

  注:这种真空计是基于气体热传导对压力的影响。
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3.3.4.2.2.1
热电偶真空计 thermocouplegauge
加热元件的温度由与其相连的热电偶测量的一种热传导真空计。

3.3.4.2.2.2
皮拉尼真空计 Piranigauge
被加热元件是惠斯通电桥的组成部分,由电桥为其提供能量,并测量元件电阻或耗散功率的一种热

传导真空计。
注1:加热元件通常是一根金属丝,能保持恒温,并测量与压力相关的所需加热功率。这是皮拉尼真空计最准确的

测量原理。或者,加热功率(如皮拉尼计的原始设计)或电流保持恒定,电桥中的补偿电流作为压力量度。

注2:皮拉尼真空计亦称为电阻真空计。

3.3.4.2.2.3
热敏真空计 thermistorgauge
被加热元件为具有高电阻系数半导体的一种热传导真空计。

3.3.4.2.2.4
热分子真空计 thermo-moleculargauge
气体分子击打保持在不同温度下的固定表面,通过测量其产生的净动量传输率确定压力的一种真

空计。

  示例:克努曾真空计、反磁悬浮热分子真空计。

  注:与气体分子平均自由程相比,固定表面间的距离非常微小。

3.3.4.3 基于气体电离现象的真空计

3.3.4.3.1
电离真空计 ionizationvacuumgauge
通过测量气体在控制条件下电离产生的离子流确定分子密度的一种真空计。

  注:压力与气体密度直接相关。

3.3.4.3.2
交叉场电离真空计 crossedfieldionizationgauge
由交叉电场和磁场中的冷阴极放电产生离子的一种电离真空计。

  注:交叉场电离真空计以前被称为“冷阴极真空计”。使用如场发射阴极这样的冷阴极,或碳纳米管作为发射阴极

由于这类技术的大量应用,而衍生出此术语。

3.3.4.3.2.1
潘宁真空计 Penninggauge
带有磁铁并具有特殊几何形状电极的一种交叉场电离真空计。

  注:一个电极由两个相连的平行圆盘组成,另一电极(通常为阳极)通常是环形的,位于圆盘之间并与之平行,而磁

场与圆盘相垂直。

3.3.4.3.2.2
磁控管真空计 magnetrongauge
电极排列为同轴圆柱体,阴极在内部,轴向磁场垂直于电场的一种交叉场电离真空计。

3.3.4.3.2.3
反磁控管真空计 invertedmagnetrongauge
电极排列为同轴圆柱体,阳极在内部,轴向磁场垂直于电场的一种交叉场电离真空计。

  注:反磁控管真空计也称为倒置磁控管真空计。
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3.3.4.3.3
发射阴极电离真空计 emittingcathodeionizationgauge
通过阴极发射的电子使气体电离的一种电离真空计。

  注:阴极通常是热丝,但也为电子场发射体或碳纳米管等。

3.3.4.3.3.1
热阴极电离真空计 hotcathodeionizationgauge
通过加热阴极发射电子使气体电离的一种电离真空计。

3.3.4.3.3.2
三极管真空计 triodegauge
灯丝置于以栅极作为阳极的轴线上,板极作为离子收集极与阳极同心,具有传统三极管结构的一种

发射阴极电离真空计。

3.3.4.3.3.3
高压力电离真空计 highpressureionizationgauge
与一般三极管真空计压力测量范围相比,其测量范围向中真空转换,依此设计的一种发射阴极电离

真空计。

3.3.4.3.3.4
B-A真空计 Bayard-Alpertgauge
阴极布置在圆筒形栅极的外面,使用置于栅极轴线上的细离子收集极丝来降低X射线极限值的一

种发射阴极电离真空计。

3.3.4.3.3.5
调制型真空计 modulatorgauge
当调制极电位改变时,可通过测量离子收集极上的电流效应估算残余电流(包括X射线电流)影响

的一种装有调制电极的B-A型发射阴极电离真空计。

3.3.4.3.3.6
抑制型真空计 suppressorgauge
通过安装在离子收集极附近的抑制电极,使离子收集极发射的二次电子返回其自身来降低X射线

极限值的一种发射阴极电离真空计。

3.3.4.3.3.7
分离型真空计 extractorgauge
使用一个短而细的金属丝作为离子收集极,置于圆筒形栅极外部轴线上的屏蔽罩内,收集来自电离

区域的离子,用其降低X射线极限值和电子诱导脱附影响的一种发射阴极电离真空计。

3.3.4.3.3.8
离子能量分析真空计 ionenergyanalysinggauge
根据离子能量对其进行分析,以分离自由空间中和规管内表面上形成离子的一种发射阴极电离真

空计。

  示例:Helmer真空计、离子光谱真空计、轴对称透射真空计、弯注型电离真空计。

  注:离子能量分析真空计主要用于超高真空低真空段的测量。

3.3.4.3.3.9
弹道型真空计 orbitrongauge
注入电子沿轨道长距离飞行,以增加每个电子产生离子数目的一种发射阴极电离真空计。

  注:电子注入发生在圆筒形离子收集极和同轴细金属丝之间的静电场中。低电子流降低了X射线效应和解析离
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子效应。

3.3.4.3.3.10
热阴极磁控管真空计 hotcathodemagnetrongauge
拉弗蒂真空计 Laffertygauge
类似于在截止条件下工作的简单圆柱形磁控管,其中使用磁场来延长电子路径,从而增加产生的离

子数量,且带有加热阴极的一种发射阴极电离真空计。

3.3.4.3.3.11
碳纳米管阴极真空计 carbonnanotubecathodegauge
通过碳纳米管阴极场致发射电子使气体电离的一种电离真空计。

3.3.5 分压真空计术语

3.3.5.1
质谱仪 massspectrometer
区分不同质荷比电离粒子并分别测量其离子流的一种仪表。

  注:质谱仪作为测量特定气体分压的真空计,也用作对特殊探索气体敏感的检漏仪,或作为确定混合气体成分百分

数的分析仪。根据不同的离子分离方法对质谱仪分类。

3.3.5.2 带有一定形状电场的质谱仪

3.3.5.2.1
射频质谱仪 radiofrequencymassspectrometer
离子直线飞行通过一系列交替与射频振荡器连接的栅极,受加速作用进入静电场,静电场中只允许

在射频场中加速的离子到达收集极的一种质谱仪。

3.3.5.2.2
四极质谱仪 quadrupolemassspectrometer
轴向入射的离子进入由四个电极(通常为棒)组成的四极透镜系统,透镜加有成临界比的射频和直

流电场,使得具有一定质荷比离子通过的一种质谱仪。

3.3.5.2.3
单极质谱仪 monopolemassspectrometer
V形电极以及与其对称布置的单柱,提供了相似于四极透镜一个象限形状的电场,离子从V形电

极角附近入射,且只有一定质荷比(取决于电场)的离子通过的一种质谱仪。

3.3.5.2.4
离子阱质谱仪 iontrapmassspectrometer
离子在适当形状的静电、电磁、高频电场或高频电磁场中振荡,然后按照各自的质荷比被分离并引

导至可呈现场中离子的检测器上,该场会引发路径不稳定性的一种质谱仪。

3.3.5.3 带正交电磁场的质谱仪

3.3.5.3.1
磁偏转质谱仪 magneticdeflectionmassspectrometer
加速离子在磁场的作用下,被分离到不同圆弧路径的一种质谱仪。

3.3.5.3.2
双聚焦质谱仪 doublefocusingmassspectrometer
通过径向静电场和扇形磁场的连续作用分离离子,使离子在两个分析器中的速度分布相反并近似
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相等的一种质谱仪。

3.3.5.3.3
余摆线聚焦质谱仪 trochoidalfocusingmassspectrometer
离子被正交电磁场分离,沿不同的摆线路程依质荷比到达不同焦点上的一种质谱仪。

3.3.5.3.4
回旋质谱仪 omegatronmassspectrometer
由相互垂直的射频电场和稳定磁场产生的回旋加速谐振效应,按照半径逐渐增大的螺旋路径分离

离子的一种质谱仪。

3.3.5.4 飞行时间

3.3.5.4.1
飞行时间质谱仪 timeofflightmassspectrometer
在已知长度的漂移空间中,具有相同能量的离子或中性物质按其速度在时间上分散的一种质谱仪。

3.3.5.4.1.1
反射质谱仪 reflectronmassspectrometer
其中一部分带有减速电场,使离子反向运动的一种飞行时间质谱仪。

3.3.5.4.1.2
Wiley-McLaren质谱仪 Wiley-McLarenmassspectrometer
包含脉冲双栅离子源以补偿时间和初始动能分布的一种飞行时间质谱仪。

3.3.6 真空计校准术语

3.3.6.1
标准真空计 referencegauges
校准真空计时,用于量值传递或量值参照的真空计。

3.3.6.2
校准系统 systemofcalibration
校准真空计所用的真空系统。

3.3.6.3
校准系数 calibrationcoefficient
校准系统中,标准真空计指示的压力值与被校准真空计指示的压力值的比值。

3.3.6.4
压缩计法 Mcleodgaugemethod
在等温条件下,用压缩计做标准真空计与被校真空计进行比较的校准方法。

3.3.6.5
膨胀法 expansionmethod
在等温条件下,将已知体积和压力的小容器中的永久气体膨胀到已知体积的低压大容器中,根据波

义耳定律计算膨胀后气体压力的一种校准方法。

  注:膨胀法校准系统是静态校准系统。

3.3.6.6
流量法 flowmethod
在等温条件和分子流条件下,使气体通过已知流导的小孔,达到动态平衡时利用小孔的流导和测得
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的流量计算压力的一种校准方法。

  注:流量法即小孔法或泻流法。

3.4 真空系统及有关术语

3.4.1 真空系统术语

3.4.1.1
真空系统 vacuumsystem
由真空容器和产生真空、测试真空、控制真空等元件组成的真空装置。

3.4.1.1.1
闸门式真空系统 vacuumsystemwithanair-lock
在不破坏系统真空环境的情况下,能将工件或材料通过一个或若干个真空闸室导入或导出的一种

真空系统。
3.4.1.1.2

压差真空系统 differentiallypumpedvacuumsystem
通过气体节流,相互连接的各个室分别用单独的真空泵抽气以达到维持压差(压降或压力梯段)目

的的一种真空系统。
3.4.1.2

真空机组 vacuumpumpsystem
由产生真空、测量真空和控制真空等组件组成的系统。

3.4.1.2.1
有油真空机组 vacuumpumpsystemusedoil
用油作工作液或用有机材料密封的真空机组。

3.4.1.2.2
无油真空机组 oilfreevacuumpumpsystem
不用油作工作液和不用有机材料密封的真空机组。

3.4.1.3
连续处理真空设备 continuoustreatmentvacuumplant
能将处理研究的材料或工件连续送入真空容器中,并且又能从真空室输岀而不必中断设备连续工

序的一种真空设备。
3.4.1.4

进气系统 gasadmittancesystem
在规定的和控制的条件下,能将气体或气体混合物放入真空系统的一种装置。

3.4.2 真空系统特性参量术语

3.4.2.1
抽气装置的抽速 volumeflowrateofapumpingunit
在抽气装置进气口处测得的抽速。

3.4.2.2
抽气装置的抽气量 throughputofapumpingunit
流经抽气装置进气口处的气体流量。

3.4.2.3
真空系统的放气率 degassingthroughputofavacuumsystem;outgassingthroughputofavacuumsystem
真空系统内部所有表面解吸气体所产生的气体流量。

  注:在真空系统内部经常出现一种漏气假象,这种情况称为“虚漏”。
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3.4.2.4
真空系统的漏气率 leakthroughputofavacuumsystem
由于漏气渗入到真空系统中并影响真空容器中压力的气体流量。

3.4.2.5
真空容器的升压率 rateofpressureriseofavacuumchamber
温度保持不变,抽气系统关闭后,在给定时间间隔内,真空容器的压力升高量与该时间间隔的比值。

  注:真空容器的升压率可能不是恒定值。

3.4.2.6
极限压力 ultimatepressure
<真空系统>泵在工作时,空载干燥的真空容器逐渐接近、达到并维持稳定的最低压力。

3.4.2.7
残余压力 residualpressure
经过一定时间的抽气后或真空过程结束之后,还存在于真空容器中的气体或气体混合物(残余气

体)的全压。

  注:在某些情况下残余压力等于极限压力(3.4.2.6)。

3.4.2.8
残余气体谱 residualgasspectrum
真空容器中残余气体的质谱。

3.4.2.9
本底压力 basepressure
<真空系统>在真空容器中能开始实施工艺时的压力。

3.4.2.10
工作压力 workingpressure
<真空系统>在真空容器中为满足实施应用工艺要求所需的压力。

3.4.2.11
粗抽时间 roughingtime
前级真空泵或前级真空抽气机组,从大气压抽至本底压力或抽至在较低压力下工作的真空泵的启

动压力所需时间。

3.4.2.12
抽气时间 pump-downtime
将真空系统的压力从大气压降低到一定压力所需的时间。

  注:真空系统的压力即本底压力。

3.4.2.13
真空系统时间常数 timeconstantofavacuumsystem
将真空容器中的压力降低到初始压力的1/e所需的时间。

  注:抽速恒定时,该时间常数为容器体积与抽气系统抽速之比。

3.4.2.14
真空系统进气时间 ventingtime
经由规定的装置放入的空气使真空系统(或真空容器)内的压力由工作压力升高到较高的压力(一

般到大气压)所需的时间。

  注:如果放入的是空气,那么该时间也称为“通大气时间”。
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3.4.3 真空容器术语

3.4.3.1
真空容器 vacuumchamber
根据力学计算能允许容器的压力低于环境压力的真空密封容器。

  注:通常也称为真空室。

3.4.3.2
封离真空装置 sealedvacuumdevice
容器被抽真空后,将其封离或采用其他方法用永久性封接将其封离的一种真空容器。

  示例:电子管、X-射线管。

3.4.3.3
真空钟罩 vacuumbelljar
借助于一个可拆卸的连接部件,将其放置到另一个组件(通常为一块底板)上并同这个组件共同组

成一个真空室的钟罩形组件。

3.4.3.4
真空容器底板 vacuumbaseplate
通常置于真空设备抽气系统进气口上,并包含实施过程所需的真空室引入线的底板。

3.4.3.5
真空岐管 vacuummanifold
和两个或多个真空容器相连并同时进行抽气的一种真空密封分配件。

3.4.3.6
前级真空容器 backingreservoir
置于前级真空泵及其前级真空阀之间,断开前级真空泵时,用于容纳被抽气体和(或)平衡系统压力

变化的容器。

  注:前级真空容器通常也称为储气罐。

3.4.3.7
真空保护层 outerchamber
将一个真空容器全部或部分包围,以减少漏气率和(或)降低作用于器壁压力的一种真空密封容器。

  注:真空保护层中存在的真空也称为“保护真空”。

3.4.3.8
真空闸室 vacuumairlock
连接在两个不同压力空间之间的真空室。
注1:真空闸室具有能与这个或那个相接空间相适应压力的连接装置,以及能将物件从这个空间输送到那个空间

而在这些空间中压力不发生干扰性变化的开孔(全部或部分关闭)。

注2:通常这些装置和开孔用于将物件从大气送入到真空容器中或从真空容器中取岀到大气中。

3.4.3.9
真空冷凝器 deviceforcondensingvapours
置于真空室和抽气系统之间,内部带有冷却面,用于冷凝大量水蒸气的一种真空容器。
注1:通常配有一个可闭锁的冷凝液收集罐,能在不中断真空过程情况下排出液体冷凝物。

注2:真空冷凝器通常也称为蒸汽冷凝器。
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3.4.4 真空封接和真空引入线术语

3.4.4.1
永久性真空封接 permanentseal
以复杂方式制造或拆卸的一种真空连接。

  示例:钎焊的真空连接、焊接的真空连接、玻璃-玻璃封接、玻璃-金属封接。

3.4.4.1.1
玻璃分级过渡封接 gradedseal
由具有不同热膨胀系数的各种玻璃组成的一种永久性真空封接。
注1:这种封接有利于避免在各连接元件内产生不希望有的大应力。

注2:亦称为麦杆式封接。

3.4.4.1.2
压缩玻璃金属封接 compressionglass-to-metalseal
将玻璃同金属或合金熔接在一起,并使玻璃始终处于压缩应变下的一种永久性真空连接。

3.4.4.1.3
匹配式玻璃金属封接 matchedglass-to-metalseal
通过将玻璃熔接到金属或合金上制得的密封,使金属或合金在很大的温度范围内其热膨胀系数几

乎与玻璃相同的一种永久性真空连接。

3.4.4.1.4
陶瓷金属封接 ceramic-to-metalseal
将陶瓷零件的金属化表面与一个金属零件钎焊在一起的一种永久性真空连接。

3.4.4.2
半永久性真空封接 semi-permanentseal
用蜡、胶、漆或类似物质接合的一种真空连接。

3.4.4.3
可拆卸式真空封接 demountablejoint
用简单的方式,常用机械方法能拆卸又能重新组装起来的一种真空连接。

3.4.4.3.1
液体真空封接 liquidvacuumseal
借助于低蒸气压液体进行密封的一种可拆卸式真空连接。

3.4.4.3.2
熔融金属真空封接 moltenmetalvacuumseal
加热低熔点金属进行拆卸或组合密封的一种可拆卸式真空封接。

3.4.4.3.3
研磨面搭接封接 groundandlappedseal
由两个经研磨的表面构成的一种可拆卸式真空连接。

  注:研磨面能是平面形状、球形或锥状,其上常涂以油脂。

3.4.4.3.4
真空法兰连接 vacuumflangeconnection
两个法兰之间用一个适当的可变形的密封件形成真空密封连接的一种可拆卸式真空连接。

3.4.4.4
真空密封垫 vacuum-tightgasket
置于两个零件之间,用于密封,可拆卸也可变形的一种真空连接件。
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  注:某些场合下常借助于支撑架(例如:垫圈密封)。密封垫材料的选择视所处的真空范围而定,通常选用弹性体或

金属。

3.4.4.5
真空密封圈 vacuumringgasket
一种环形真空密封件。

  注:真空密封圈有各种不同截面形状,例如:“O”形密封圈、“V”形密封圈、“L”形密封圈和其他型材的密封(如:金

属型材密封件)。

3.4.4.6
真空平密封垫 vacuumflatgasket
用扁平材料制得的一种真空密封件。

3.4.4.7
真空引入线 feedthrough;leadthrough
通过真空容器器壁使运动气体或液体、电流或电压传递或引入的一种装置。
注1:这种装置通常支撑在真空容器对大气密封的法兰上。

注2:该装置在真空中能用于多种传递运动,通常作平动和旋转运动的真空引入线统称为“多关节操作机”。

3.4.4.8
套空轴密封 shaftseal
用来密封轴的一种真空密封件。

  注:套空轴密封能将旋转和(或)移动运动相对无泄漏地传递到真空容器器壁内,以实现真空容器内机构的运动,满

足工艺过程的需求。

3.4.4.9
真空窗 vacuumwindow
装在真空容器器壁上能被电磁辐射或微粒辐射穿透的一种装置。

  示例:列纳尔特窗。

3.4.4.10
观察窗 viewingwindow
用来观察真空容器内部情况的一种真空窗。

  注:某些应用场合会对观察窗的光学性能提出一定的要求。

3.4.5 真空阀门术语

3.4.5.1
真空阀门的特性 characteristicofvacuumvalves
真空阀门外壳对大气的真空密封性,真空阀门的流导和真空阀门的阀座漏气率构成了真空阀门的

主要性能。

3.4.5.1.1
真空阀门的流导 conductanceofvacuumvalves
阀门打开状态下气体流动的流导。

  注:说明书中,真空阀门的流导常以“当量管长度”列出,此时假设管的名义口径与阀的名义口径相同。

3.4.5.1.2
真空阀门的漏气率 leakrateofvacuumvalves
阀门关闭状态下漏入的气体流率。

  注:通常取决于气体种类、压力、温度,以及阀门出气口和进气口的压差。
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3.4.5.2
真空调节阀 regulatingvalve
能调节被真空阀隔开的真空系统部件之间流率的一种真空阀门。

3.4.5.3
微调阀 micro-adjustablevalve
用来微量调节进入真空系统中的气体量的真空阀门。

3.4.5.4
充气阀 chargevalve
进气阀 gasadmittancevalve
将气体放入到真空系统中的一种真空控制阀。

3.4.5.5
真空截止阀 breakvalve
用于使真空系统的两个部分相隔离的一种真空阀门。

3.4.5.5.1
前级真空阀 backingvalve
前级真空管路中用于隔离前级真空泵和与之相连的真空泵的一种真空截止阀。

3.4.5.5.2
旁通阀 by-passvalve
旁通管路中使用的一种真空截止阀。

3.4.5.5.3
主真空阀 mainvacuumvalve
用于隔离真空容器和主真空泵的一种真空截止阀。

3.4.5.5.4
低真空阀 lowvacuumvalve
低真空管路中,用于隔离真空容器和其粗抽真空泵的一种真空截止阀。

3.4.5.6
高真空阀 highvacuumvalve
符合高真空技术要求,主要在高真空区域内使用的一种真空阀门。

3.4.5.7
超高真空阀 ultra-highvacuumvalve
UHV阀 UHVvalve
符合超高真空技术要求,主要用于超高真空区域的一种真空阀门。

  注:超高真空阀的阀座和密封垫通常由金属制成,能对其进行烘烤。

3.4.5.8
手动阀 manuallyoperatedvalve
以手动方式开闭的真空阀门。

3.4.5.9
气动阀 pneumaticallyoperatedvalve
以压缩气体为动力开闭的真空阀门。

3.4.5.10
电磁阀 electromagneticallyoperatedvalve
以电磁力为动力开闭的真空阀门。
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3.4.5.11
电动阀 valvewithelectricallymotorizedoperation
用电机实现开闭的真空阀门。

3.4.5.12
挡板阀 bafflevalve
阀板沿阀座轴向移动开闭的真空阀门。

3.4.5.13
翻板阀 flapvalve
阀板翻转一个角度实现开闭的真空阀门。

3.4.5.14
插板阀 gatevalve
阀板沿阀座径向移动实现开闭的真空阀门。

3.4.5.15
蝶阀 butterflyvalve
阀板绕固定轴在阀口中转动实现开闭的真空阀门。

3.4.5.16
球阀 ballvalve
球体绕阀体中心线做90°旋转实现开闭的真空阀门。

3.4.5.17
摆阀 pendulumvalve
阀板沿阀口旋摆实现开闭的真空阀门。

3.4.6 真空管路术语

3.4.6.1
粗抽管路 roughingline
连接被抽容器与粗抽真空泵的一种真空管路系统。

3.4.6.2
前级真空管路 backingline
连接前级真空泵的一种真空管路系统。

3.4.6.3
旁通管路 by-passline
与真空系统管路并联装配,能同时和系统管路一起工作或者单独工作的一种真空管路系统。

  注:通常也称为by-pass管路。

3.4.6.4
抽气封口接头 pumpingstem
用于容器抽气,在抽气结束后常用于真空密封连接,且不能拆卸的一种连接管。

3.4.6.5
真空限流件 limitingconductance
在真空管路上用于限制气体流经管路的一个构件。

  注:通常指隔板或毛细管。

3.4.6.6
过滤器 filter
真空管路中用于清除固体微粒并防止其落入真空泵中的装置。
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3.5 检漏及有关术语

3.5.1 漏孔术语

3.5.1.1
漏孔 leak
在器壁两侧压力或浓度差的作用下,气体从器壁的一侧流通到另一侧的孔洞、孔隙或其他结构的

元件。

3.5.1.2
通道漏孔 channelleak
为长毛细管的,由一个或多个不连续通道(包括多孔区域)组成的一种漏孔。

3.5.1.3
薄膜漏孔 membraneleak
气体通过渗透穿过薄膜的一种漏孔。

3.5.1.4
分子漏孔 molecularleak
漏率与漏孔两端压力差成正比、与该气体分子质量的平方根成反比,且气体通过时遵循分子流定律

的漏孔。

3.5.1.5
黏滞漏孔 viscousleak
气体通过时,漏孔尺寸和压力条件符合黏滞流动状态的漏孔。

3.5.1.6
校准漏孔 calibratedleak
规定条件下,对于规定气体提供己知质量流量,用于追溯至国家计量标准的漏孔。

3.5.1.7
标准漏孔 referenceleak
在一定条件下,向真空系统内提供已知气体流量的装置。

  注:通常给出这个气体流量(漏率)的气体、温度和压力条件。如无特殊说明,即指入口压力为100(1±5%)kPa,出

口压力低于1kPa,温度为23℃±7℃,单位时间内干燥空气(露点低于-25℃)的气体流量。

3.5.2 一般术语

3.5.2.1
虚漏 virtualleak
真空系统中除示漏气体流经真实漏孔引起检漏仪信号变化以外,所有可能引发信号变化的现象。

3.5.2.2
实漏 realleak
气体通过漏孔从高压侧进入低压侧的气体传输现象。

3.5.2.3
冷漏 coldleak
真空设备(或系统)在低温条件才表现出来泄漏,而恢复常温条件后泄漏消失的一种泄漏现象。

3.5.2.4
漏率 leakrates
在规定条件下,特定气体通过漏孔的流量。
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3.5.2.5
标准空气漏率 standardairleakrate
在规定的标准条件下[入口压力为100(1±5%)kPa,出口压力低于1kPa,温度为23℃±7℃],露

点低于-25℃的空气通过漏孔单位时间内的流量。

3.5.2.6
等值标准空气漏率 equivalentstandardairleakrate
在规定条件下(常指分子流态),等值于0.37倍氦气漏率的漏率值。
注1:这里的规定条件常指分子流态下,标准空气漏率低于10-7Pa·m3·s-1~10-8Pa·m3·s-1的情况。因这

种状态下的短小漏孔基本是分子漏孔,氦气(相对分子量4.0)通过该类漏孔比空气(相对分子量29.0)更

快,该条件下氦气漏率比相应的空气漏率更小。

注2:氦气的相对分子量是4.0,空气的相对分子量是29.0,因此 4/29≈0.37。

3.5.2.7
允许漏率 leaktolerance
<真空技术中>保证真空设备(或系统)达到基础压力,或在工作周期内能保证正常工作所能接受的

总体漏率的十分之一。

3.5.2.8
探索气体 searchgas
用来对真空系统进行检漏的气体。

  注:亦称为示漏气体。

3.5.2.9
示踪流体 tracerfluid
设备外部施加的用于检漏测试的一种气体。

3.5.2.10
响应时间 responsetime
从示漏气体施加到漏孔进气端开始,到检漏仪输出指示的净偏转值达到最大漏气信号的63%

时,所经历的时间。

3.5.2.11
消除时间 cleanuptime
从漏孔进气端停止施加示漏气体开始,到检漏仪输出指示的净偏转值下降至最大漏气信号的37%

时,所经历的时间。

3.5.2.12
峰值 peak
示漏气体施加于检漏仪时,仪器显示的最大反映信号。

  注:示漏气体通常指氦气。

3.5.3 本底术语

3.5.3.1
本底 background
通常在没有引入示漏气体时,检漏仪给出的总指示。

3.5.3.2
氦本底 heliumbackground
从检漏仪或检漏系统的内表面释放出氦气所造成的本底环境。
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3.5.3.3
漂移 drift
检漏仪的本底相对比较缓慢的变化。

  注:在规定时间段内测得的最大漂移是一个重要参数。实际应用中,规定时间段内的最大漂移更为重要。

3.5.3.4
噪声 noise
规定时间内,检漏仪未引入示漏介质条件下,检漏仪的信号与本底信号的相对最大变化值。

  注:在规定时间段内测得的噪声是一个重要参数。实际应用中,规定时间段的噪声值更为重要。

3.5.4 检漏仪术语

3.5.4.1
检漏仪 leakdetector
用来检测真空系统或元件漏孔的位置或漏率的仪器。

3.5.4.2
高频火花检漏仪 highfrequencysparkleakdetector
在玻璃系统上,用高频放电线圈产生的电火花集中于漏孔处的现象测定漏孔位置的检漏仪。

  注:常用于玻璃系统的检漏。

3.5.4.3
卤素检漏仪 halideleakdetector
用卤族元素作为探索气体使高温钯电极发射的正离子大量增加,按此原理设计的用于检漏的仪器。

3.5.4.4
氦质谱检漏仪 heliummassspectrometerleakdetector
对于示漏气体氦气反应灵敏,依照磁偏转原理制造的,专门用于氦检漏的质谱仪。

3.5.4.5
检漏仪的最小可检漏率 minimumdetectablerateofleakdetector
当存在本底噪声时,将仪器调整到最佳状态,纯示漏气体通过漏孔时检漏仪所能检出的最小漏率。

3.5.5 检漏术语

3.5.5.1
气泡检漏 leakdetectionbybubbles
将空气压入被检容器,将其浸入水中或者对其可疑表面涂上肥皂液,观察气泡确定漏孔位置的检漏

方法。

3.5.5.2
氨检漏 leakdetectionbyammonia
将氨压入被检容器,在可疑表面上覆盖试纸或试布,通过观察试纸或试布颜色的变化确定漏孔位置

的检漏方法。

3.5.5.3
升压检漏 leakdetectionofrisepressure
被抽空容器与真空泵隔离后,测定随时间的增加而升高的压力值,进而确定漏气率的检漏方法。

3.5.5.4
放射性同位素检漏 radioactiveisotopeleakdetection
被检容器或零件内装入适当半衰期的放射性同位素,通过测定从漏孔穿出的放射性同位素的放射
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性能,确定漏孔位置的检漏方法。

3.5.5.5
荧光检漏 fluorescenceleakdetection
将被检零件浸入荧光粉的有机溶液(三氯乙烯或四氯化碳)中,漏孔处将留有荧光粉,用紫外线照射

荧光粉发光确定漏孔位置的检漏方法。

3.6 真空镀膜技术术语

3.6.1 通用术语

3.6.1.1
真空镀膜 vacuumcoating
真空环境下,在基片上制取膜层的一种方法。

3.6.1.2
薄膜 coating;thinfilm
采用真空镀膜方法获得的,只能依附于其他物体表面(基底)而存在的较薄的材料。

  注:区别于可以独立存在的膜材料,例如聚酰亚胺(PI)膜、聚对苯二甲酸乙二酯(PET)膜等。

3.6.1.3
基片 substrate
膜层承受体。

  注:通常也称为衬底或基底。

3.6.1.4
样片 sample
用作测量和(或)试验的未镀膜和(或)镀膜的基片。

  注:通常也称为陪样。

3.6.1.5
样品台 sampletable
镀膜室内放置样品的装置。

  注:样品台表面多为平面,可绕中轴做一维运动。

3.6.1.6
工件架 workbench
镀膜室内放置待镀膜工件的装置。

  注:随工件形状和镀膜要求不同,其形状不同,常为多层。可绕中轴做公转和自转二维运动。

3.6.1.7
镀膜材料 coatingmaterial
用于制取膜层的原材料。

3.6.1.8
膜层材料 thinfilmmaterial
真空环境下,沉积在基片上并与基片结合形成牢固表面层的材料。

3.6.1.9
沉积速率 depositionrate
在给定的时间间隔内,沉积在基片上的材料量与该时间间隔和基片表面积的比值。

3.6.1.10
镀膜角度 coatingangle
入射到基片上的粒子方向与被镀表面法线之间的夹角。
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3.6.1.11
辉光放电清洗 glowdischargecleaning
依据辉光放电原理,对基片和膜层表面进行气体放电轰击的清洗过程。

3.6.2 物理气相沉积术语

3.6.2.1
物理气相沉积 physicalvapordeposition;PVD
在真空环境下,镀膜材料经蒸发或溅射等物理方法气化沉积到基片上的一种膜层制取工艺。

3.6.2.2
真空蒸镀 vacuumevaporationcoating
镀膜材料蒸发、沉积到基片上的一种真空镀膜工艺。

3.6.2.2.1
蒸发速率 evaporationrate
给定时间间隔内,蒸发岀来的材料量与该时间间隔的比值。

3.6.2.2.2
真空电阻蒸镀 vacuumresistanceevaporation
利用电阻加热镀膜材料,使其蒸发、沉积到基片上的一种真空蒸镀工艺。

  注:主要用于低熔点材料(熔点低于1500℃)的蒸镀。

3.6.2.2.3
真空电子束蒸镀 electronbeamevaporation
利用电子束轰击加热镀膜材料,使其蒸发、沉积到基片上的一种真空蒸镀工艺。

  注:主要用于高熔点材料(熔点高于1500℃)的蒸镀。

3.6.2.2.4
真空感应蒸镀 vacuuminductionevaporation
利用高频电磁场感应加热镀膜材料,使其蒸发、沉积到基片上的一种真空蒸镀工艺。

3.6.2.2.5
同时蒸镀 simultaneousevaporation
用数个蒸发器加热各种镀膜材料,使其同时蒸发、沉积到基片上的一种真空蒸镀工艺。

3.6.2.2.6
蒸发场蒸镀 evaporationfieldevaporation
由蒸发场同时蒸发的材料蒸镀到基片上的一种真空蒸发工艺。

  注:此工艺应用于大面积蒸发以获得理想的膜厚分布。

3.6.2.2.7
反应蒸镀 reactivevacuumevaporation
蒸发出来的原子或分子与活性气体反应获得具有理想化学成分膜层材料的一种真空蒸镀工艺。

3.6.2.2.8
蒸发器中的反应性真空蒸发 reactivevacuumevaporationinevaporator
蒸发器中不同的蒸发材料发生化学反应,从而获得理想化学成分膜层材料的一种真空蒸镀工艺。

3.6.2.2.9
直接加热蒸镀 directheatingevaporation
用蒸发源直接加热镀膜材料,使其蒸发、沉积到基片上的一种真空蒸镀工艺。
83

GB/T3163—2024



3.6.2.2.10
间接加热蒸镀 indirectheatingevaporation
通过热传导或热辐射加热镀膜材料,使其气化、沉积到基片上的一种真空蒸镀工艺。

  注:常见的加热装置有小舟形蒸发器、坩埚、灯丝、加热板、加热棒、螺旋线圈等。

3.6.2.2.11
激光蒸镀 laserbeamevaporation
利用高能连续激光加热镀膜材料,使其气化、沉积到基片上的一种真空蒸镀工艺。
注1:通常采用二氧化碳激光,其波长为10.6μm。
注2:通常采用特殊的窗口材料将激光束引入镀膜室中。

3.6.2.2.12
脉冲激光蒸镀 pulsedlaserevaporation;PLD
利用高能脉冲激光加热镀膜材料,使其气化、沉积到基片上的一种真空蒸镀工艺。
注1:通常采用Nd:YAG固体激光器,其波长为1.046μm。
注2:通常采用特殊的窗口材料将激光束引入镀膜室中。

3.6.2.2.13
分子束外延 moleculebeamepitaxy
制备单晶薄膜的一种真空蒸镀工艺。

  注:利用分子束外延法制备薄膜具备三个条件:较高的基片温度、较低的沉积速率、选用高度完整的单晶表面作为

薄膜非自发形核的基体。

3.6.2.3
真空溅射镀 vacuumsputtering
在真空环境中,惰性气体离子从靶表面上轰击出原子(分子)或原子团,使其沉积在基片上的镀膜

工艺。

3.6.2.3.1
溅射速率 sputteringrate
在给定的时间间隔内,溅射出来的材料量与该时间间隔比值。

3.6.2.3.2
溅射产额 sputteringyield
一个正离子入射到靶材表面所能溅射出来的靶材原子数目。

  注:用溅射产额的大小衡量溅射效率的高低。

3.6.2.3.3
溅射靶 sputteringtarget
溅射装置中由溅射材料组成的电极。

  注:有各种形状和结构的溅射靶,如同轴圆柱靶、圆形平面靶、矩形平面靶、旋转型圆柱靶、圆柱形磁控靶、非平衡磁

控靶等。

3.6.2.3.4
反应溅射 reactivevacuumsputtering
通过与气体反应获得理想化学成分膜层材料的一种真空溅射镀膜工艺。

3.6.2.3.5
偏压溅射 biassputtering
在溅射过程中,将负偏压施加于基片和膜层的一种真空溅射镀膜工艺。

3.6.2.3.6
直流二级溅射 directcurrentdiodesputtering
通过两个电极间的直流电压使气体自持放电,以靶为阴极的一种真空溅射镀膜工艺。
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3.6.2.3.7
非对称性交流溅射 asymmetricalternatecurrentsputtering
通过两个电极间的非对称性交流电压使气体自持放电,以靶为电极吸收较大正离子流的一种真空

溅射镀膜工艺。

3.6.2.3.8
高频二极溅射 highfrequencydiodesputtering
通过两个电极间的高频电压产生高频放电,使靶极获得负电位的一种真空溅射镀膜工艺。

3.6.2.3.9
热阴极直流溅射 hotcathodedirectcurrentsputtering
通过热阴极和阳极获得非自持气体放电生成的离子,在阳极和阴极(靶)之间施加的电压作用下加

速轰击靶的一种真空溅射镀膜工艺。

  注:热阴极直流溅射属于三极型溅射。

3.6.2.3.10
热阴极高频溅射 hotcathodehighfrequencysputtering
通过热阴极和阳极获得非自持气体放电产生的离子,在靶表面负电位的作用下加速轰击靶的一种

真空溅射镀膜工艺。

  注:热阴极高频溅射属于三极型溅射。

3.6.2.3.11
离子束溅射 ionbeamsputtering
利用特定离子源生成的离子束使靶产生溅射的一种真空溅射工艺。

3.6.2.3.12
磁控溅射 magnetsputtering
靶表面上形成的正交电磁场将二次电子束缚在靶表面或靶表面与基片之间的特定区域,以增强电

离效率,增加离子密度和能量,从而获得很高溅射速率的一种真空溅射镀膜工艺。

  注:直流磁控溅射放电等离子体中以氩离子为主。

3.6.2.3.13
高功率脉冲磁控溅射 highpowerimpulsemagnetronsputtering;HiPIMS
将高功率电源和非平衡磁控溅射靶结合使用的一种真空溅射镀膜工艺。

  注:HiPIMS放电等离子体中以金属离子为主。

3.6.2.4
电弧离子镀 arcdischargedeposition
以镀膜材料作为靶极,在触发装置作用下靶表面产生弧光放电,镀膜材料在电弧作用下产生微小熔

化区域蒸发并沉积在基片上的一种真空镀膜工艺。

  注:电弧靶表面没有固定熔化区域。

3.6.2.5
空心阴极离子镀 hollowcathodedischargedeposition;HCD
利用空心阴极发射的电子束使坩埚内镀膜材料蒸发并电离,在基片上的负偏压作用下,离子获得较

大能量并沉积在基片表面上的一种真空镀膜工艺。

3.6.3 化学气相沉积术语

3.6.3.1
化学气相沉积 chemicalvapordeposition;CVD
具有一定化学配比的反应气体,在特定激活条件下,通过气相化学反应生成的膜层材料沉积到基片
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上的一种真空镀膜工艺。

3.6.3.2
热化学气相沉积 thermochemicalvapordeposition
利用热能使气体分解,促进气体之间的化学反应的一种真空镀膜工艺。

3.6.3.3
光化学气相沉积 photochemicalvapordeposition;PHCVD
利用光能使气体分解,促进气体之间的化学反应的一种真空镀膜工艺。

3.6.3.4
等离子体化学气相沉积 plasmachemistryvapordeposition;PCVD
在低温下,通过放电产生的等离子体促进气相化学反应,在基片上制取膜层的一种工艺。

3.6.3.5
金属有机化合物化学气相沉积 metalorganicchemicalvapordeposition;MOCVD
利用金属有机物作为镀膜材料的一种化学气相沉积工艺。
注1:镀膜材料通常为烷基或芳基衍生物、羟基衍生物、乙酰丙酮基化物、羟基化物和茂基化物等。

注2:大多数金属有机化物有毒、易燃。

3.6.4 真空镀膜设备和专用部件术语

3.6.4.1
镀膜室 coatingchamber
放有基片、膜层材料或靶,用于镀膜的真空室。

3.6.4.2
挡板 shutter
用于在时间和/或空间上限制镀膜,以此达到一定膜厚分布的装置。

  注:挡板分为固定式和可活动式。

3.6.4.3
时控挡板 timingshutter
在时间上用于限制镀膜,使镀膜工艺从开始、中断到结束都按规定时刻进行的装置。

3.6.4.4
掩膜 mask
用于遮盖部分基片,在空间上限制镀膜的装置。

3.6.4.5
基片支架 substrateholder
能直接夹持基片的装置。

  注:常见有夹持装置、框架和类似的夹持器具等。

3.6.4.6
夹紧装置 clamp
镀膜设备中,使用或不用基片支架支承一个基片或多个基片的装置。

  注:夹紧装置能分为固定式和可活动式,如旋转架、行星齿轮系等夹盘、夹鼓、球形夹罩、夹篮等。

3.6.4.7
换向装置 reversingdevice
真空镀膜设备关闭的状态下,能将基片、试验玻璃或掩膜放到理想位置上的装置。

  注:常见有基片换向器、试验玻璃换向器、掩膜换向器。
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3.6.4.8
基片加热装置 substrateheatingdevice
在真空镀膜设备中,将一个或多个基片加热至理想温度的装置。

3.6.4.9
基片冷却装置 substratecoolingdevice
在真空镀膜设备中,能使一个基片或几个基片冷却至理想温度的装置。

3.6.4.10
真空镀膜设备 vacuumcoatingplant
在真空环境下制取膜层的设备。

3.6.4.11
真空蒸发镀膜设备 vacuumevaporationcoatingplant
采用真空蒸发工艺制备薄膜的设备。

3.6.4.11.1
蒸发器装置 evaporatordevice
真空镀膜设备中,由蒸发器和所有其工作所需装置(如电能供给、供料和冷却装置等)组成的部件。

3.6.4.11.2
蒸发器 evaporator
在其内直接进行蒸发的装置。

  注:例如小舟形蒸发器、坩埚、灯丝、加热板、加热棒、螺旋线圈等,有时还包括蒸发材料本身。

3.6.4.11.3
直接加热式蒸发器 evaporatorbydirectheat
蒸发材料本身被加热的蒸发器。

3.6.4.11.4
间接加热式蒸发器 evaporatorbyindirectheat
通过热传导或热辐射加热蒸发材料的蒸发器。

3.6.4.11.5
蒸发场 evaporationfield
由数个排列的蒸发器加热相同蒸发材料形成的场。

3.6.4.12
真空溅射镀膜设备 vacuumsputteringcoatingplant
采用真空溅射工艺制备薄膜的设备。

3.6.4.12.1
溅射装置 sputteringdevice
包括靶和溅射所必要的辅助装置在内的真空溅射设备的部件。

  注:常见有供电装置、气体导入装置等。

3.6.4.13
电弧离子镀设备 arcdischargecoatingplant
采用电弧镀工艺沉积薄膜的设备。

  注:亦称为多弧离子镀设备。

3.6.4.14
电弧蒸发源 arcdischargesource
一种冷阴极电弧放电型自蒸发自离化式固体蒸发源。
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注1:电弧蒸发源的工作机理是冷阴极自持弧光放电,其物理基础是场致发射。
注2:有圆柱形平面电弧蒸发源、环形平面电弧蒸发源、矩形平面电弧蒸发源和旋转式圆柱形电弧源等。

3.6.4.15
连续式真空镀膜设备 continuousvacuumcoatingplant
被镀物件(单件或带材)连续地从大气压经过压力梯段进入到一个或多个镀膜室,再经过相应的压

力梯段离开镀膜室的一种真空镀膜设备。

3.6.4.16
半连续式真空镀膜设备 semi-continuousvacuumcoatingplant
被镀物件通过闸门送进镀膜室,镀膜后再从镀膜室取出的一种真空镀膜设备。

3.7 真空冶金术语

3.7.1 一般术语

3.7.1.1
真空冶金 vacuummetallurgy
真空环境下,制造、处理和继续加工聚合状态金属的理论、经验和方法的总和。

3.7.1.2
真空精炼 vacuumrefining
真空环境下,从熔融金属或固体物料中分离出气相的、预清除成分的一种工艺。

3.7.1.2.1
金属真空除气 metalvacuumdegassing
将正常状态下气体组分抽除的一种真空精炼工艺。

3.7.1.2.2
金属真空蒸馏 metalvacuumdistillation
制造和回收以有色金属为主的金属和合金的一种真空精炼工艺。

  注:蒸馏时易挥发的成分在真空下被蒸发并凝结到冷凝器上。

3.7.1.2.3
化学反应真空精炼 chemicalreactionvacuumrefining
在真空环境下,提纯某些化学物质的一种真空精炼工艺。

  注:在化学反应时,添加物同待分离成分一起形成挥发性化合物。

3.7.1.2.4
真空氧化 vacuumoxidation
通过加入氧化物或气态氧降低碳含量的一种化学反应真空精炼工艺。

3.7.1.2.5
真空脱碳 vacuumdecarbonizing
通过溶解于熔融金属中的氧与其内所含的碳发生反应,以减少碳含量的一种化学反应真空精炼

工艺。

3.7.1.2.6
真空脱氧 vacuumdeoxidation
主要通过碳降低游离氧含量的一种化学反应真空精炼工艺。

3.7.1.3
熔融金属真空精炼工艺 vacuumrefiningprocessformeltingmetal
熔融金属在真空环境下进行精炼的方法。

34

GB/T3163—2024



  注:一些在真空下的其他加工过程亦能同时进行或先后进行,如炼制合金、扩散退火、金属渣反应。

3.7.1.3.1
真空钢包除气 vacuumladledegassing
对钢包中的熔融金属进行真空处理的一种真空精炼工艺。

3.7.1.3.2
真空钢包脱气法 vacuumladledegassingprocess
液态金属从钢包以液滴状态注入到真空室进行除气的一种真空精炼工艺。

3.7.1.3.3
真空虹吸脱气法 vacuumliftingmethod
用于真空精炼熔融金属(主要用于炼钢)的一种工艺。

  注:使用真空虹吸脱气法时,配有贮钢桶,例如浇注包中的熔融金属通过一根浸在其中类似于气压计的管子吸升到

真空室内。因真空室中熔融金属液面上、下发生周期变化,使得熔融金属在贮钢桶和真空室之间不断交换。由

此每次吸升时,就能对新注入到真空室中的熔融金属进行除气。

3.7.1.3.4
真空循环脱气法 vacuumcycledegassingprocess
用于熔融金属的一种真空精炼工艺。

  注:采用这种工艺时,将钢包上部真空室中的两根管子浸入钢包中,当其中一浸管内有惰性气流动时,钢包内的熔

融金属就流向真空室,于是便使金属产生循环作用。

3.7.2 真空熔炼和真空浇注术语

3.7.2.1
电子束熔炼 electronbeammelting
通过电子轰击产生能量熔化炉料的一种真空熔炼工艺。

3.7.2.2
真空感应熔炼 vacuuminductionmelting
通过感应产生能量熔化炉料的一种真空熔炼工艺。

3.7.2.3
真空电弧熔炼 vacuumarcmelting
通过电弧产生能量熔化炉料的一种真空熔炼工艺。

3.7.2.4
真空等离子体熔炼 vacuumplasmamelting
由等离子体产生能量熔化炉料的一种真空熔炼工艺。

3.7.2.5
真空电阻熔炼 vacuumresistancemelting
利用炉料本身电阻或特殊加热电阻产生热能熔化炉料的一种真空熔炼工艺。

3.7.2.6
真空坩埚熔炼 vacuumcruciblemelting
炉料完全在坩埚中熔化,并通过其倾斜(倾翻式坩埚)或底孔(底部设有放液口的坩埚)浇注到铸型

或锭模中的一种真空熔炼工艺。

3.7.2.7
真空凝壳熔炼 vacuumskullmelting
使冷却的坩埚内表面和熔融金属之间形成一层熔炼物料的凝结外壳,然后将壳层中的熔融金属浇
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注到铸型或锭模中的一种真空坩埚熔炼工艺。

3.7.2.8
底部真空浇注 bottomvacuumpouring
在真空环境下应用的一种底部放液工艺。

  注:此工艺用于炼制特别精密的材料,例如在核技术中的应用。

3.7.2.9
真空精密浇注 vacuumprecisioncasting
在真空环境下将液态金属压入到截面小、形状复杂的空腔中的一种真空精密铸造工艺。

  注:常用于首饰制造。

3.7.2.10
真空压铸 vacuumdiecasting
将上部封闭带有开孔的铸型抽空并浸入到处于真空环境下的熔融金属中,然后将气体引入熔炼

室,作用于熔融金属表面的气体压力即将熔融材料压入铸型中的一种压铸工艺。

3.7.2.11
真空锭模熔炼 vacuumingotmelting
在加热的锭模内使炉料熔化,从而铸出铸锭的一种真空熔炼工艺。

3.7.2.12
真空悬浮熔炼 vacuumfloatingmelting
使炉料悬浮并使之熔化的一种真空熔炼工艺。

  注:通常在炉料中产生高频涡流使炉料悬浮。

3.7.2.13
真空重熔 vacuumremelting
熔炼时炉料持续熔化,以液态存留一段时间后,熔融金属生成一个凝固面,从而连续产生出固态金

属体的一种真空熔炼工艺。

  注:炉料通常都是预熔材料,常用作熔化电极。

3.7.2.14
真空区域熔炼 vacuumzonemelting
棒状材料的熔炼区域按某一方向移动的一种真空熔炼工艺。

  注:此工艺主要用于制取单晶和高纯材料。

3.7.2.15
真空拉单晶 vacuumpullingcrystal
通常是在真空环境下,从过冷熔融金属中以固定低速拉制出均匀的、取向相同的晶体的一种真空熔

炼工艺。

3.7.3 固体金属材料的真空处理和真空加工术语

3.7.3.1
电子束处理 electronbeamprocessing
一种采用真空处理和真空加工的工艺。
注1:采用该工艺时,所需能量由电子束输送,真空是获得电子束的必要条件。因为电子束能量能被迅速、精确地

调节并集中到工件中的限制区域,所以电子束处理和电子束加工特别适用于高精度要求的工艺中(例如:精

密焊接)。在某些工艺方法(例如:切削和钻孔)中电子束能用来代替一种机械工具。

注2:通常也称为电子束加工。
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3.7.3.2
等离子体热处理 plasmaheattreatment
使铁制材料的工件经受气体放电的一种真空热处理工艺。
注1:气体放电时,选用气体的离子打到工件的表面并能渗入到表面层,表面层的化学成分发生变化。

注2:按照选用气体的种类,这类热处理的应用实例有等离子渗氮、等离子碳氮共渗、等离子体渗碳。

3.7.3.3
离子蚀刻 ionetching
用离子轰击除去表面层的一种真空加工工艺。

  注:因各种材料溅射速率不同,由多种材料组成的表面层上会出现有选择性的损蚀,所以采用此工艺能制得要求的

外形表面。

3.7.3.4
真空蒸发 vacuumevaporation
金属材料或金属化合物在真空下蒸发并在真空下制取金属中间产品或最终产品的一种工艺。

  注:常见有制取粉末、模制体和张臂式薄箔。

3.7.3.5
真空雾化 vacuumatomization
制取金属粉末的一种工艺。

  注:该工艺中,经感应熔化的熔融金属通过喷嘴喷入真空室,因其溶解的气体在低压下快速膨胀,使熔融金属雾

化,制成金属粉末。

3.7.3.6
真空热处理 vacuumheattreatment
真空环境下,将材料或零件按工艺规程加热、冷却以达到预期性能的一种真空处理工艺。

  注:常见有真空退火、真空回火、真空淬火等。

3.7.3.7
真空钎焊 vacuumbrazing
真空环境下,将一组焊接件加热到所填充金属的熔点温度以上,但低于基体金属熔点温度时,借助

填充金属对基体金属的湿润和流动形成焊缝的一种焊接工艺。
  注:钎焊温度因材料不同而异。

3.7.3.8
真空烧结 vacuumsintering
真空环境下,加热金属粉末制品,使相邻金属粉末晶粒通过黏着和扩散作用而形成零件的一种烧结

工艺。
3.7.3.9

真空加压烧结 vacuumpressuresintering
真空环境下,加热粉末的同时对其施以机械压力作用的一种烧结工艺。

3.7.4 真空冶金设备和专用部件术语

3.7.4.1
真空冶金设备 vacuummetallurgyplant
通常由泵、元件、真空室和仪表组成,能在真空下实施一定过程或实验的工艺设备。

3.7.4.1.1
电子束焊接设备 electronbeamweldingplant
借助于电子束实施焊接的一种真空冶金设备。

  注:实施焊接的工件能处于高真空、中真空、低真空、大气压或特殊状态中。
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3.7.4.1.2
高真空电子束焊接设备 highvacuumelectronbeamweldingplant
工件处于高真空环境中的一种电子束焊接设备。

  注:这种高真空室能置于较大工件上面。

3.7.4.1.3
中(低)真空电子束焊接设备 medium(low)vacuumelectronbeamweldingplant
工件处于中真空和低真空环境的一种电子束焊接设备。
注1:常用压力梯段维持电子束枪所需压差。
注2:工作室常做成凹模状,并有节奏地同电子枪作真空封密连接。

3.7.4.1.4
用于大气压下焊接的电子束焊接设备 electronbeamweldingplantunderatmosphere
工件处于大气压下的一种电子束焊接设备。

  注:用压力梯段将高真空中的电子束与大气隔开,能采用保护气体对工件进行保护。

3.7.4.2
真空炉 vacuumfurnace
将炉室抽成真空环境的一种工业炉。

  注:真空炉经常按使用目的或能量供给方式表示,例如,真空熔炼炉、真空电弧炉。

3.7.4.2.1
真空热壁炉 vacuumheatwallfurnace
热量通过炉壁传给工件的一种真空炉。

3.7.4.2.2
负压真空热壁炉 negativepressurevacuumheatwallfurnace
带有真空外壳的一种真空炉。

  注:抽空包围真空室的炉壳,以减少热损失并降低对炉壁的压力。

3.7.4.2.3
真空冷壁炉 vacuumcoldwallfurnace
在热源和炉壁之间设有隔热装置,热量在真空室内直接传给工件的一种真空炉。

3.7.4.2.4
真空连续式加热炉 vacuumcontinuityheatingfurnace
炉料依次通过前后相连的加热和冷却区域的一种真空炉。

  注:通过闸室系统或压力梯段实现加热和抽空。

3.7.4.2.5
真空感应炉 vacuuminducefurnace
利用电磁感应方法将坩埚加热,使炉料蒸发进行冶炼的一种真空炉。

  注:真空室中能设置倾翻装置。

3.7.4.3
电子枪 electrongun
至少包含一个电子源(阴极)的电子光学系统。
注1:加速阳极与电子源处于同一系统中(自加速),或是由熔炼物料或工件构成(外加速)。

注2:为了维持高真空,电子源常通过压力梯段同处理室分开。在某些情况下,用偏转系统阻止离子渗入到电子

枪中。

3.7.4.3.1
自加速电子枪 self-accelerationelectrongun
电子源和加速阳极组成同一系统的一种电子枪。
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3.7.4.3.2
电子平面射束枪 electronplanebeamgun
线性阴极为伸展式或略有些弧形的一种自加速电子枪。

  注:由线性阴极生成扇形电子束。

3.7.4.3.3
电子束枪 electronbeamgun
电子源附近的电子束扩展相当小的一种自加速电子枪。

  注:通过电子光学方法能使管内电子束产生密集的聚焦。

3.7.4.3.4
外加速电子枪 outeraccelerationelectrongun
由熔炼物料或工件构成加速阳极的一种电子枪。

3.7.4.3.5
电子环射束近距离枪 electronringbeamshortrangegun
熔融物料处于电子束的中央,阴极为环形的一种外加速电子枪。

3.7.4.3.6
压力梯段电子枪 pressuregradientelectrongun
在电子枪和工作室之间连续有一个或若干个压力梯段的一种电子枪。

3.7.4.4
自耗电极 consumableelectrode
真空熔炼时,在工艺过程中同熔池一起形成电弧并被熔化的一种电极。

  注:通常也称为熔化电极。

3.7.4.5
非自耗电极 non-consumableelectrode
由高熔点电导性材料组成,尽量保持稳定的一种电极。

  注:通常也称为非熔化电极。

4 符号

下列符号适用于本文件。

符号 定义 单位

α 能量(热)适应系数 —

C,U 流导 m3/s(=103L/s)

Ci,Ui 固有流导 m3/s(=103L/s)

CN,UN 分子流导 m3/s(=103L/s)

D 扩散系数 m2·s-1

pV 气体量(压力-体积单位) Pa·m3 或Pa·L

K 或Kn 克努曾数 —

K 压缩比 —

K0 压缩比(真空泵零流量状态下) —
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(续)

符号 定义 单位

l,λ 平均自由程 m

n 分子数密度 m-3

p 压力 Pa

p1 入口压力 Pa

p3 前级压力 Pa

pc 临界前级压力 Pa

p1max 最大工作压力 Pa

pb1 基础压力 Pa

Ρ 渗透系数 —

Ρ 渗透率 mol·m/(m2·s·Pa)

PC 传输几率 —

pL 饱和蒸气压 Pa

PS 黏着几率 —

qpV 流量 Pa·m3·s-1,或Pa·L·s-1

qout 解吸率(放气率) Pa·m3·s-1,或Pa·L·s-1

qm 质量流率 kg·s-1

qN 分子流率 s-1

qV 体积流率 m3·s-1

qv 摩尔流率 mol·s-1

v 体积速度 m·s-1

w 流阻 m-3/s

δ 稀疏参数 —

T 气体温度 K

φ 入射率 m-2·s-1

v 碰撞率 s-1

ρu 单位质量密度 kg·m-3·Pa-1

σ 动量适应系数 —

τ 停留时间 s
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附 录 A
(资料性)

本文件与ISO3529-1:2019、ISO3529-2:2020和ISO3529-3:2014结构编号对照情况

  表A.1给出了本文件与ISO3529-1:2019、ISO3529-2:2020和ISO3529-3:2014结构编号对照情

况一览表。

表A.1 本文件与ISO3529-1:2019、ISO3529-2:2020和ISO3529-3:2014结构编号对照情况

本文件结构编号 ISO3529-1:2019结构编号 ISO3529-2:2020结构编号 ISO3529-3:2014结构编号

3.1.1 3.1 — —

3.1.1.1 3.1.1 — —

3.1.1.2 3.1.2 — —

3.1.1.3 3.1.3 — —

3.1.1.4 3.1.4 — —

3.1.1.4.1 3.1.4.1

3.1.1.4.2 3.1.4.2

3.1.1.5 3.1.5 — —

3.1.1.6 3.1.6 — —

3.1.1.7 — — —

3.1.2 3.2 — —

3.1.2.1 3.2.1 — —

3.1.2.2 3.2.2 — —

3.1.2.3 3.2.3 — —

3.1.2.4 3.2.4 — —

3.1.2.5 3.2.5 — —

3.1.2.6 3.2.6 — —

3.1.2.7 3.2.7 — —

3.1.2.8 3.2.8 — —

3.1.2.9 3.2.9 — —

3.1.2.10 3.2.10 — —

3.1.2.11 3.2.11 — —

3.1.2.12 3.2.12 — —

3.1.3 3.3 — —

3.1.3.1 3.3.1 — —

3.1.3.2 3.3.2 — —
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表A.1 本文件与ISO3529-1:2019、ISO3529-2:2020和ISO3529-3:2014结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号 ISO3529-1:2019结构编号 ISO3529-2:2020结构编号 ISO3529-3:2014结构编号

3.1.3.3 3.3.3 — —

3.1.3.4 3.3.4 — —

3.1.3.5 3.3.5 — —

3.1.3.6 3.3.6 —

3.1.3.7 3.3.7 — —

3.1.3.8 — — —

3.1.3.9 3.3.8 — —

3.1.3.10 3.3.9 — —

3.1.3.11 3.3.10 — —

3.1.3.12 3.3.11 — —

3.1.3.13 3.3.12 — —

3.1.3.14 3.3.13 — —

3.1.3.15 3.3.14 — —

3.1.3.16 3.3.15 — —

3.1.3.17 3.3.16 — —

3.1.3.18 3.3.17 — —

3.1.3.19 3.3.18 — —

3.1.3.20 3.3.19 — —

3.1.3.21 3.3.20 — —

3.1.3.22 3.3.21 — —

3.1.3.23 3.3.22 — —

3.1.3.24 3.3.23 — —

3.1.3.25 3.3.24 — —

3.1.3.26 3.3.25 — —

3.1.3.27 3.3.26 — —

3.1.4 3.4 — —

3.1.4.1 3.4.1 — —

3.1.4.2 3.4.2 — —

3.1.4.3 3.4.3 — —

3.1.4.4 3.4.4 — —

3.1.4.5 3.4.5 — —

3.1.4.6 3.4.6 — —

15

GB/T3163—2024



表A.1 本文件与ISO3529-1:2019、ISO3529-2:2020和ISO3529-3:2014结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号 ISO3529-1:2019结构编号 ISO3529-2:2020结构编号 ISO3529-3:2014结构编号

3.1.4.7 3.4.7 — —

3.1.4.8 3.4.8 — —

3.1.4.9 3.4.9 — —

3.1.4.10 3.4.10 — —

3.1.4.11 3.4.11 — —

3.1.4.12 3.4.12 — —

3.1.4.13 3.4.13 — —

3.1.4.14 3.4.14 — —

3.1.4.15 3.4.15 — —

3.1.4.16 3.4.16 — —

3.1.4.17 3.4.17 — —

3.1.4.18 3.4.18 — —

3.1.4.19 3.4.19 — —

3.1.4.20 3.4.20 — —

3.1.4.21 3.4.21 — —

4 4 — —

3.2.1 — 3.1 —

3.2.1.1 — 3.1.1 —

3.2.1.2 — 3.1.2 —

3.2.1.3 — 3.1.3 —

3.2.1.4 — 3.1.4 —

3.2.1.5 — 3.1.5 —

3.2.1.6 — 3.1.6 —

3.2.1.7 — 3.1.7 —

3.2.1.8 — 3.1.8 —

3.2.1.9 — 3.1.9 —

3.2.1.10 — 3.1.10 —

3.2.1.11 — 3.1.11 —

3.2.1.12 — 3.1.12 —

3.2.1.13 — 3.1.13 —

3.2.1.14 — 3.1.14 —

3.2.1.15 — 3.1.15 —
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表A.1 本文件与ISO3529-1:2019、ISO3529-2:2020和ISO3529-3:2014结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号 ISO3529-1:2019结构编号 ISO3529-2:2020结构编号 ISO3529-3:2014结构编号

3.2.1.16 — 3.1.16 —

3.2.1.17 — 3.1.17 —

3.2.1.18 — 3.1.18 —

3.2.1.19 — 3.1.19 —

3.2.1.20 — 3.1.20 —

3.2.1.21 — 3.1.21 —

3.2.1.22 — 3.1.22 —

3.2.1.23 — 3.1.23 —

3.2.1.24 — 3.1.24 —

3.2.1.25 — 3.1.25 —

3.2.1.26 — 3.1.26 —

3.2.1.27 — 3.1.27 —

3.2.1.28 — 3.1.28 —

3.2.1.29 — 3.1.29 —

3.2.1.30 — 3.1.30 —

3.2.1.31 — 3.1.31 —

3.2.1.32 — 3.1.32 —

3.2.1.33 — 3.1.33 —

3.2.1.34 — 3.1.34 —

3.2.1.35 — 3.1.35 —

3.2.1.36 — 3.1.36 —

3.2.1.37 — 3.1.37 —

3.2.1.38 — 3.1.38 —

3.2.1.39 — 3.1.39 —

3.2.1.40 — 3.1.40 —

3.2.1.41 — 3.1.41 —

3.2.1.42 — 3.1.42 —

3.2.1.43 — 3.1.43 —

3.2.1.44 — 3.1.44 —

3.2.1.45 — 3.1.45 —

3.2.1.46 — 3.1.46 —

3.2.2 — 3.2 —
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表A.1 本文件与ISO3529-1:2019、ISO3529-2:2020和ISO3529-3:2014结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号 ISO3529-1:2019结构编号 ISO3529-2:2020结构编号 ISO3529-3:2014结构编号

3.2.2.1 — 3.2.1 —

3.2.2.2 — 3.2.2 —

3.2.2.3 — 3.2.3 —

3.2.2.4 — 3.2.4 —

3.2.2.5 — 3.2.5 —

3.2.2.6 — 3.2.6 —

3.2.2.7 — 3.2.7 —

3.2.2.8 — 3.2.8 —

3.2.2.9 — 3.2.9 —

3.2.2.10 — 3.2.10 —

3.2.2.11 — 3.2.11 —

3.2.2.12 — 3.2.12 —

3.2.2.13 — 3.2.13 —

3.2.2.14 — 3.2.14 —

3.2.2.15 — 3.2.15 —

3.2.2.16 — 3.2.16 —

3.2.2.17 — 3.2.17 —

3.2.2.18 — 3.2.18 —

3.2.2.19 — 3.2.19 —

3.2.2.20 — 3.2.20 —

3.2.3 — 3.3 —

3.2.3.1 — 3.3.1 —

3.2.3.1.1 — 3.3.1.1 —

3.2.3.1.2 — 3.3.1.2 —

3.2.3.1.3 — 3.3.1.3 —

3.2.3.2 — 3.3.2 —

3.2.3.3 — 3.3.3 —

3.2.3.4 — 3.3.4 —

3.2.4 — 3.4 —

3.2.4.1 — 3.4.1 —

3.2.4.2 — 3.4.2 —

3.2.4.3 — 3.4.3 —
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表A.1 本文件与ISO3529-1:2019、ISO3529-2:2020和ISO3529-3:2014结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号 ISO3529-1:2019结构编号 ISO3529-2:2020结构编号 ISO3529-3:2014结构编号

3.2.4.4 — 3.4.4 —

3.2.4.5 — 3.4.5 —

3.2.4.6 — 3.4.6 —

3.2.4.7 — 3.4.7 —

3.2.4.7.1 — 3.4.7.1 —

3.2.4.7.2 — 3.4.7.2 —

3.2.5 — 3.5 —

3.2.5.1 — 3.5.1 —

3.2.5.2 — 3.5.2 —

3.2.5.3 — 3.5.3 —

3.2.5.4 — 3.5.4 —

3.2.5.5 — 3.5.5 —

3.2.5.6 — 3.5.6 —

3.2.5.7 — 3.5.7 —

3.2.5.8 — 3.5.8 —

3.2.5.9 — 3.5.9 —

3.2.5.10 — 3.5.10 —

3.2.5.11 — 3.5.11 —

3.2.5.12 — — —

3.2.5.13 — — —

3.2.5.14 — 3.5.12 —

3.2.5.15 — 3.5.13 —

3.2.5.16 — — —

3.2.5.17 — 3.5.14 —

3.2.5.18 — 3.5.15 —

3.2.5.19 — 3.5.16

3.2.5.20 — 3.5.17

3.2.5.21 — 3.5.18

3.2.5.22 — 3.5.19

附录C — 附录A

3.3.1 — — 2.1

3.3.1.1 — — 2.1.1
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表A.1 本文件与ISO3529-1:2019、ISO3529-2:2020和ISO3529-3:2014结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号 ISO3529-1:2019结构编号 ISO3529-2:2020结构编号 ISO3529-3:2014结构编号

3.3.1.2 — — 2.1.2

3.3.1.2.1 — — 2.1.2.1

3.3.1.2.1.1 — — 2.1.2.1.1

3.3.1.2.2 — — 2.1.2.2

3.3.1.2.2.1 — — 2.1.2.2.1

3.3.2 — — 2.2

3.3.2.1 — — 2.2.1

3.3.2.2 — — 2.2.2

3.3.2.3 — — 2.2.3

3.3.2.4 — — 2.2.4

3.3.2.5 — — —

3.3.3 — — 2.3

3.3.3.1 — — 2.3.1

3.3.3.2 — — 2.3.2

3.3.3.3 — — 2.3.3

3.3.3.4 — — 2.3.4

3.3.3.5 — — 2.3.5

3.3.3.6 — — 2.3.6

3.3.3.7 — — —

3.3.3.8 — — —

3.3.3.9 — — —

3.3.4 — — 2.4

3.3.4.1 — — 2.4.1

3.3.4.1.1 — — 2.4.1.1

3.3.4.1.2 — — 2.4.1.2

3.3.4.1.2.1 — — 2.4.1.2.1

3.3.4.1.2.2 — — 2.4.1.2.2

3.3.4.1.2.3 — — 2.4.1.2.3

3.3.4.1.3 — — 2.4.1.3

3.3.4.1.4 — — 2.4.1.4

3.3.4.2 — — 2.4.2

3.3.4.2.1 — — 2.4.2.1
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表A.1 本文件与ISO3529-1:2019、ISO3529-2:2020和ISO3529-3:2014结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号 ISO3529-1:2019结构编号 ISO3529-2:2020结构编号 ISO3529-3:2014结构编号

3.3.4.2.1.1 — — 2.4.2.1.1

3.3.4.2.1.2 — — 2.4.2.1.2

3.3.4.2.2 — — 2.4.2.2

3.3.4.2.2.1 — — 2.4.2.2.1

3.3.4.2.2.2 — — 2.4.2.2.2

3.3.4.2.2.3 — — 2.4.2.2.3

3.3.4.2.2.4 — — 2.4.2.2.4

3.3.4.3 — — 2.4.3

3.3.4.3.1 — — 2.4.3.1

3.3.4.3.2 — — 2.4.3.2

3.3.4.3.2.1 — — 2.4.3.2.1

3.3.4.3.2.2 — — 2.4.3.2.2

3.3.4.3.2.3 — — 2.4.3.2.3

3.3.4.3.3 — — 2.4.3.3

3.3.4.3.3.1 — — 2.4.3.3.1

3.3.4.3.3.2 — — 2.4.3.3.2

3.3.4.3.3.3 — — 2.4.3.3.3

3.3.4.3.3.4 — — 2.4.3.3.4

3.3.4.3.3.5 — — 2.4.3.3.5

3.3.4.3.3.6 — — 2.4.3.3.6

3.3.4.3.3.7 — — 2.4.3.3.7

3.3.4.3.3.8 — — 2.4.3.3.8

3.3.4.3.3.9 — — 2.4.3.3.9

3.3.4.3.3.10 — — 2.4.3.3.10

3.3.4.3.3.11 — — —

3.3.5 — — 2.5

3.3.5.1 — — 2.5.1

3.3.5.2 — — 2.5.2

3.3.5.2.1 — — 2.5.2.1

3.3.5.2.2 — — 2.5.2.2

3.3.5.2.3 — — 2.5.2.3

3.3.5.2.4 — — 2.5.2.4

75

GB/T3163—2024



表A.1 本文件与ISO3529-1:2019、ISO3529-2:2020和ISO3529-3:2014结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号 ISO3529-1:2019结构编号 ISO3529-2:2020结构编号 ISO3529-3:2014结构编号

3.3.5.3 — — 2.5.3

3.3.5.3.1 — — 2.5.3.1

3.3.5.3.2 — — 2.5.3.2

3.3.5.3.3 — — 2.5.3.3

3.3.5.3.4 — — 2.5.3.4

3.3.5.4 — — 2.5.4

3.3.5.4.1 — — 2.5.4.1

3.3.5.4.1.1 — — 2.5.4.1.1

3.3.5.4.1.2 — — 2.5.4.1.2

3.3.6 — — —

附录D — — 附录A

3.4 — — —

3.5 — — —

3.6 — — —

3.7 — — —
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附 录 B
(资料性)

本文件与ISO3529-1:2019、ISO3529-2:2020和ISO3529-3:2014技术差异及原因

  本文件按实际工程应用需求,增加了真空系统及有关(3.4)、检漏及有关(3.5)、真空镀膜技术(3.6)
和真空冶金(3.7)的术语和定义。除此以外,本文件与ISO3529-1:2019、ISO3529-2:2020和ISO3529-
3:2014技术差异及其原因见表B.1、表B.2和表B.3。

表B.1 本文件与ISO3529-1:2019技术差异及其原因

本文件的结构编号 技术差异 原因

1 修改了ISO3529-1:2019的范围
根据本文件的实际内容做了修改,扩大了本文

件的适用范围

3.1.1.7 增加了术语“真空度”
根据我国真空技术行业的应用需求,补充此术

语用以表述真空环境下的压力值

3.1.3.8 增加了术语“黏滞系数”
根据我国真空技术行业的应用需求,补充此

术语

表B.2 本文件与ISO3529-2:2020技术差异及其原因

本文件的结构编号 技术差异 原因

1 修改了ISO3529-2:2020的范围
根据本文件的实际内容做了修改,扩大了本文

件的适用范围

3.2.5.12 增加了术语 “何氏系数”
根据我国真空技术行业的应用需求,补充此

术语

3.2.5.13 增加了术语 “抽速系数”
根据我国真空技术行业的应用需求,补充此

术语

3.2.5.16 增加了术语 “返流率”
根据我国真空技术行业的应用需求,补充此

术语

表B.3 本文件与ISO3529-3:2014技术差异及其原因

本文件的结构编号 技术差异 原因

1 修改了ISO3529-3:2014的范围
根据本文件的实际内容做了修改,扩大了本文

件的适用范围

3.3.2.5 增加了术语 “相对真空计”
根据我国真空技术行业的应用需求,补充此

术语

3.3.3.7 增加了术语 “规管光电流”
根据我国真空技术行业的应用需求,补充此

术语
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表B.3 本文件与ISO3529-3:2014技术差异及其原因 (续)

本文件的结构编号 技术差异 原因

3.3.3.8 增加了术语 “逆 X射线效应”
根据我国真空技术行业的应用需求,补充此

术语

3.3.3.9 增加了术语 “布利尔斯效应”
根据我国真空技术行业的应用需求,补充此

术语

3.3.4.3.3.11 增加了术语 “碳纳米管阴极真空计”

3.3.6.1 增加了术语 “标准真空计”

3.3.6.2 增加了术语 “校准系统”

3.3.6.3 增加了术语 “校准系数”

3.3.6.4 增加了术语 “压缩计法”

3.3.6.5 增加了术语 “膨胀法”

3.3.6.6 增加了术语 “流量法”

为配合全压真空计和分压真空计校准需求,增
加有关真空计校准的术语和定义
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附 录 C
(资料性)

真空泵分类图谱

  真空泵分类图谱见图C.1。

图C.1 真空泵分类图谱
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附 录 D
(资料性)

全压真空计树形图谱

  全压真空计树形图谱见图D.1。

a) 机械(直接)真空计树形图谱

b) 间接测量真空计树形图谱

图D.1 全压真空计树形图谱
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索  引

汉语拼音索引

A

氨检漏 3.5.5.2……………………………………

B

摆阀 3.4.5.17………………………………………
半连续式真空镀膜设备 3.6.4.16…………………
半永久性真空封接 3.4.4.2………………………
薄膜 3.6.1.2………………………………………
薄膜漏孔 3.5.1.3…………………………………
薄膜真空计 3.3.4.1.2.2…………………………
饱和度 3.1.2.5……………………………………
饱和蒸气 3.1.2.6…………………………………
饱和蒸气压 3.1.2.4………………………………
本底 3.5.3.1………………………………………
本底压力 3.4.2.9…………………………………
泵壳 3.2.2.1………………………………………
泵液 3.2.2.10………………………………………
泵液返流 3.2.5.15…………………………………
标准二极型离子真空泵 3.2.1.39…………………
标准空气漏率 3.5.2.5……………………………
标准漏孔 3.5.1.7…………………………………
标准真空计 3.3.6.1………………………………
表面冷凝器 3.2.1.44………………………………
表面结霜 3.2.1.46…………………………………
表面凝结 3.2.1.46…………………………………
表面吸附 3.1.4.2…………………………………
玻璃分级过渡封接 3.4.4.1.1……………………
泊肃叶流 3.1.3.9…………………………………
不饱和蒸气 3.1.2.7………………………………
布尔登真空计 3.3.4.1.2.1………………………
布利尔斯效应 3.3.3.9……………………………

C

残余气体谱 3.4.2.8………………………………
残余压力 3.4.2.7…………………………………
测量范围 3.3.3.1…………………………………
插板阀 3.4.5.14……………………………………

差动离子真空泵 3.2.1.40…………………………
超高真空阀 3.4.5.7………………………………
超清洁真空 3.1.1.3………………………………
沉积速率 3.6.1.9…………………………………
充气阀 3.4.5.4……………………………………
抽气封口接头 3.4.6.4……………………………
抽气时间 3.4.2.12…………………………………
抽气装置的抽气量 3.4.2.2………………………
抽气装置的抽速 3.4.2.1…………………………
抽速系数 3.2.5.13…………………………………
出口 3.2.2.3………………………………………
除气 3.1.4.15………………………………………
除气率 3.1.4.18……………………………………
传输几率 3.1.3.23…………………………………
磁控管真空计 3.3.4.3.2.2………………………
磁控溅射 3.6.2.3.12………………………………
磁偏转质谱仪 3.3.5.3.1…………………………
磁悬浮转子真空计 3.3.4.2.1.1…………………
粗(低)真空泵 3.2.4.2……………………………
粗抽管路 3.4.6.1…………………………………
粗抽时间 3.4.2.11…………………………………
粗抽真空泵 3.2.4.3………………………………

D

单极质谱仪 3.3.5.2.3……………………………
单位质量密度 3.1.2.9……………………………
弹道型真空计 3.3.4.3.3.9………………………
挡板 3.2.3.2,3.6.4.2……………………………
挡板阀 3.4.5.12……………………………………
等离子体化学气相沉积 3.6.3.4…………………
等离子体热处理 3.7.3.2…………………………
等效氮压力 3.3.3.5………………………………
等值标准空气漏率 3.5.2.6………………………
低温真空泵 3.2.1.42………………………………
低真空阀 3.4.5.5.4………………………………
底部真空浇注 3.7.2.8……………………………
电磁阀 3.4.5.10……………………………………
电动阀 3.4.5.11……………………………………
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电弧离子镀 3.6.2.4………………………………
电弧离子镀设备 3.6.4.13…………………………
电弧蒸发源 3.6.4.14………………………………
电离灵敏度 3.3.3.4………………………………
电离真空计 3.3.4.3.1……………………………
电容薄膜真空计 3.3.4.1.2.3……………………
电子环射束近距离枪 3.7.4.3.5…………………
电子平面射束枪 3.7.4.3.2………………………
电子枪 3.7.4.3……………………………………
电子束处理 3.7.3.1………………………………
电子束焊接设备 3.7.4.1.1………………………
电子束枪 3.7.4.3.3………………………………
电子束熔炼 3.7.2.1………………………………
蝶阀 3.4.5.15………………………………………
定片真空泵 3.2.1.10………………………………
动量适应系数 3.1.4.7……………………………
动量真空泵 3.2.1.17………………………………
镀膜材料 3.6.1.7…………………………………
镀膜角度 3.6.1.10…………………………………
镀膜室 3.6.4.1……………………………………

F

发射阴极电离真空计 3.3.4.3.3…………………
翻板阀 3.4.5.13……………………………………
反磁控管真空计 3.3.4.3.2.3……………………
反射质谱仪 3.3.5.4.1.1…………………………
反应溅射 3.6.2.3.4………………………………
反应蒸镀 3.6.2.2.7………………………………
返流率 3.2.5.16……………………………………
返迁移 3.2.5.17……………………………………
放气 3.1.4.16………………………………………
放气率 3.1.4.18……………………………………
放射性同位素检漏 3.5.5.4………………………
飞行时间质谱仪 3.3.5.4.1………………………
非对称性交流溅射 3.6.2.3.7……………………
非可凝性气体 3.1.2.2……………………………
非蒸散型吸气剂真空泵 3.2.1.36…………………
非自耗电极 3.7.4.5………………………………
分离型真空计 3.3.4.3.3.7………………………
分馏扩散泵 3.2.1.25………………………………
分压分析仪 3.3.2.4………………………………
分压力 3.1.1.5……………………………………
分压真空计 3.3.2.4………………………………

分子流 3.1.3.10……………………………………
分子流导 3.1.3.24…………………………………
分子流率 3.1.3.16…………………………………
分子流率密度 3.1.3.17……………………………
分子漏孔 3.5.1.4…………………………………
分子数密度 3.1.2.8………………………………
分子束外延 3.6.2.2.13……………………………
分子通量 3.1.3.16………………………………
分子通量密度 3.1.3.17……………………………
分子泻流 3.1.3.13…………………………………
封离真空装置 3.4.3.2……………………………
峰值 3.5.2.12………………………………………
负压真空热壁炉 3.7.4.2.2………………………
复合涡轮分子真空泵 3.2.1.22……………………

G

干式真空泵 3.2.4.1………………………………
高功率脉冲磁控溅射 3.6.2.3.13…………………
高频二极溅射 3.6.2.3.8…………………………
高频火花检漏仪 3.5.4.2…………………………
高压力电离真空计 3.3.4.3.3.3…………………
高真空泵 3.2.4.6,3.4.5.6…………………………
高真空电子束焊接设备 3.7.4.1.2………………
高真空阀 3.4.5.6…………………………………
隔膜真空泵 3.2.1.4………………………………
工件架 3.6.1.6……………………………………
工作压力 3.4.2.10…………………………………
固有流导 3.1.3.26…………………………………
观察窗 3.4.4.10……………………………………
光化学气相沉积 3.6.3.3…………………………
规管光电流 3.3.3.7………………………………
规头 3.3.1.2.1……………………………………
过渡流 3.1.3.11……………………………………
过滤器 3.4.6.6……………………………………

H

氦本底 3.5.3.2……………………………………
氦质谱检漏仪 3.5.4.4……………………………
何氏系数 3.2.5.12…………………………………
滑阀真空泵 3.2.1.11………………………………
滑移流 3.1.3.12……………………………………
化学反应真空精炼 3.7.1.2.3……………………
化学气相沉积 3.6.3.1……………………………
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化学吸附 3.1.4.4…………………………………
换向装置 3.6.4.7…………………………………
辉光放电清洗 3.6.1.11……………………………
回旋质谱仪 3.3.5.3.4……………………………
活塞式真空计 3.3.4.1.4…………………………
活塞真空泵 3.2.1.5………………………………

J

机械增压真空泵 3.2.4.7.1………………………
基础压力 3.2.5.9…………………………………
基片 3.6.1.3………………………………………
基片加热装置 3.6.4.8……………………………
基片冷却装置 3.6.4.9……………………………
基片支架 3.6.4.5…………………………………
激光蒸镀 3.6.2.2.11………………………………
极限压力 3.2.5.8,3.4.2.6…………………………
加热时间 3.2.5.20…………………………………
夹紧装置 3.6.4.6…………………………………
间接加热式蒸发器 3.6.4.11.4……………………
间接加热蒸镀 3.6.2.2.10…………………………
检漏仪 3.5.4.1……………………………………
检漏仪的最小可检漏率 3.5.4.5…………………
溅射靶 3.6.2.3.3…………………………………
溅射产额 3.6.2.3.2………………………………
溅射离子真空泵 3.2.1.38…………………………
溅射速率 3.6.2.3.1………………………………
溅射装置 3.6.4.12.1………………………………
交叉场电离真空计 3.3.4.3.2……………………
校准漏孔 3.5.1.6…………………………………
校准系数 3.3.6.3…………………………………
校准系统 3.3.6.2…………………………………
解吸 3.1.4.14………………………………………
解吸率 3.1.4.18……………………………………
金属有机化合物化学气相沉积 3.6.3.5…………
金属真空除气 3.7.1.2.1…………………………
金属真空蒸馏 3.7.1.2.2…………………………
进气阀 3.4.5.4……………………………………
进气系统 3.4.1.4…………………………………
阱 3.2.3.1…………………………………………
绝对真空计 3.3.2.2………………………………

K

可拆卸式真空封接 3.4.4.3………………………

克努曾数 3.1.3.2…………………………………
空心阴极离子镀 3.6.2.5…………………………
控制单元 3.3.1.2.2………………………………
控制器 3.3.1.2.2…………………………………
扩散喷射泵 3.2.1.26………………………………
扩散系数 3.1.3.6…………………………………
扩散真空泵 3.2.1.23………………………………
扩压器 3.2.2.16……………………………………
扩压器喉部 3.2.2.17………………………………

L

拉弗蒂真空计 3.3.4.3.3.10………………………
冷阱 3.2.3.1.1……………………………………
冷漏 3.5.2.3………………………………………
冷凝器 3.2.1.43……………………………………
冷却时间 3.2.5.21…………………………………
离子传输泵 3.2.1.31………………………………
离子阱 3.2.3.1.3…………………………………
离子阱质谱仪 3.3.5.2.4…………………………
离子能量分析真空计 3.3.4.3.3.8………………
离子蚀刻 3.7.3.3…………………………………
离子束溅射 3.6.2.3.11……………………………
连续处理真空设备 3.4.1.3………………………
连续式真空镀膜设备 3.6.4.15……………………
临界前级压力 3.2.5.5……………………………
灵敏度 3.3.3.2……………………………………
灵敏度系数 3.3.3.2………………………………
流导 3.1.3.25………………………………………
流量 3.1.3.18,3.2.5.2……………………………
流量法 3.3.6.6……………………………………
流逸 3.1.3.14………………………………………
流阻 3.1.3.27………………………………………
漏孔 3.5.1.1………………………………………
漏率 3.5.2.4………………………………………
卤素检漏仪 3.5.4.3………………………………
罗茨真空泵 3.2.1.14………………………………
螺杆真空泵 3.2.1.15………………………………
裸规 3.3.1.2.1.1…………………………………

M
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压缩式真空计 3.3.4.1.3…………………………
研磨面搭接封接 3.4.4.3.3………………………
掩膜 3.6.4.4………………………………………
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真空容器 3.4.3.1…………………………………
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真空系统的漏气率 3.4.2.4………………………
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质谱仪 3.3.5.1……………………………………
中(低)真空电子束焊接设备 3.7.4.1.3…………

主真空阀 3.4.5.5.3………………………………
自耗电极 3.7.4.4…………………………………
自加速电子枪 3.7.4.3.1…………………………
自净化扩散泵 3.2.1.24……………………………
最大工作压力 3.2.5.7……………………………
最大连续抽气量 3.2.5.22…………………………
最大前级压力 3.2.5.6……………………………
最大允许水蒸气入口压力 3.2.5.19………………

B-A真空计 3.3.4.3.3.4……………………………

NEG真空泵 3.2.1.36……………………………

UHV阀 3.4.5.7……………………………………

Wiley-McLaren质谱仪 3.3.5.4.1.2………………

X射线极限值 3.3.3.6……………………………

英文对应词的索引

A

absolutevacuumgauge 3.3.2.2………………………………………………………………………………
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arcdischargecoatingplant 3.6.4.13…………………………………………………………………………
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arcdischargesource 3.6.4.14…………………………………………………………………………………
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B
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capturevacuumpump 3.2.1.33………………………………………………………………………………
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characteristicofvacuumvalves 3.4.5.1………………………………………………………………………
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chemisorption 3.1.4.4…………………………………………………………………………………………

clamp 3.6.4.6…………………………………………………………………………………………………

clawvacuumpump 3.2.1.16…………………………………………………………………………………

cleanuptime 3.5.2.11…………………………………………………………………………………………

coating 3.6.1.2…………………………………………………………………………………………………

coatingangle 3.6.1.10…………………………………………………………………………………………

coatingchamber 3.6.4.1………………………………………………………………………………………
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conductance 3.1.3.25…………………………………………………………………………………………
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consumableelectrode 3.7.4.4…………………………………………………………………………………

continuoustreatmentvacuumplant 3.4.1.3…………………………………………………………………
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controller 3.3.1.2.2……………………………………………………………………………………………

cool-downtime 3.2.5.21………………………………………………………………………………………
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cryogenicvacuumpump 3.2.1.42……………………………………………………………………………

cryopump 3.2.1.42……………………………………………………………………………………………

CVD 3.6.3.1……………………………………………………………………………………………………

D

degassing 3.1.4.15……………………………………………………………………………………………

degassingrate 3.1.4.18…………………………………………………………………………………………

degassingthroughputofavacuumsystem 3.4.2.3……………………………………………………………

demountablejoint 3.4.4.3……………………………………………………………………………………

degreeofsaturation 3.1.2.5……………………………………………………………………………………

degreeofvacuum 3.1.1.7………………………………………………………………………………………

densityofmolecularflux 3.1.3.17……………………………………………………………………………

depositionrate 3.6.1.9…………………………………………………………………………………………

desorption 3.1.4.14……………………………………………………………………………………………

deviceforcondensingvapours 3.4.3.9………………………………………………………………………

diaphragmgauge 3.3.4.1.2.2…………………………………………………………………………………

diaphragmvacuumpump 3.2.1.4……………………………………………………………………………

differentialionvacuumpump 3.2.1.40………………………………………………………………………

differentialvacuumgauge 3.3.2.1……………………………………………………………………………

differentiallypumpedvacuumsystem 3.4.1.1.2………………………………………………………………

diffuser 3.2.2.16………………………………………………………………………………………………

diffuserthroat 3.2.2.17………………………………………………………………………………………

diffusioncoefficient 3.1.3.6…………………………………………………………………………………

diffusionofgas 3.1.3.5………………………………………………………………………………………

diffusionvacuumpump 3.2.1.23………………………………………………………………………………
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